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7) In einer Halbleiterspeichereinrichtung mit einem Ersatz- 
speicherzellenfeld, einem Ersatzspaltendekoder (41-1 bis 
41 -n) und einem Ersatz2eilendekoder {24-1 bis 24-n) als 
Redundanzschaltkreise sind Redundanzerfassungsschalt- 
kreise (22a-1 bis 22a-n, 22b-1 bis 22b-n) zum Prufen, ob die 
Redundanzschaltkreise benutzt werden oder nicht, nachdem 
die Halbleiterspeichereinrichtung als Produkt vervollstandigt 
ist, so gebildet, daB sie bestimmte Strom- oder Spannungs- 
signale in Abhangigkeit von einem Ausgangssignal auf 
einem vorbestimmten Logikpegel von einem Ersatzzeilende- 
koder-Aktivierungsschaltkreis {21-1 bis 21 -n) oder einem 
Ersatzspaltendekoder-Aktivterungsschaltkreis (44-1 bis 44-n) 
an externe Anschlusse (23) liefern kdnnen, die anzeigen, daS 
die Redundanzschaltkreise benutzt werden. Wenn der Halb- 
leiterspeichereinrichtung ein externes AdreSsignal zugefuhrt 
wird, wird ein Signal auf einem Logikpegel entsprechend der 
Tatsache. ob die Redundanzschaltkreise . benutzt werden 
oder nicht, automatisch in Abhangigkeit von einem Aus- 
gangssignal des Ersatzzeitendekoder-Aktivierungsschaltkrei- 
ses oder des Ersatzspaltendekoder-Aktivierungsschaltkrei- 
ses in den- Redundanzerf assungsschaltkreisen verriegelt. so 
daS es unnotig ist, den Zustand der elektrischen Verbindung 
in den Redundanzerfassungsschaltkreisen wahrend der Her- 
stellung entsprechend dem Umstand einzustellen, ob die 
Redundanzschaltkreise benutzt werden oder nicht. 
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Beschreibung derselben Anzahi wie die Zah! der Wortleitungen WL 

ist entsprechend jeder Ersatzbitieitung (oder Ersatzbit- 

Die Erfindung betrifft Halbleiterspeichereinrichtun- leitungspaar) SBL gebildet. Jede der Ersatzspeicherzel- 
gen und insbesondere eine Halbleiterspeichereinrich- len SMC ist mit einer entsprechenden Ersatzbitieitung 
tung.die einen Redundanzschaltkreis aufwetst. 5 (oder Ersatzbitleitungspaar) SBL und einer entspre* 

In letzter Zeit ist aufgrund des Anstiegs der Speicher- chenden der Wortleitungen WL verbunden. 
kapazitat von Halbleiterspeichereinrichtungen die An- Jedes der Ersatzspeicherzellenfelder 33-1 bis 33-n 
zahl der Speicherzellen, die in einem Halbleiterspeicher weist eine Mehrzah! von Bitleitungen (oder Bitleitungs- 
auf einem Chip gebildet werden, erheblich grofler ge- paaren) BL zusammen mit einem entsprechenden der 
- worden. Durch einen solchen Anstieg der Anzahi von 10 normalen Speicherzellenfelder 31-1 bis 31-n auf, und 
Speicherzellen ist das Verhaltnis von Produkten ohne umfaBt ferner unabhangig vom entsprechenden der 
Fehler in ihren Speicherzellenfeldbereichen zu alien normalen Speicherzellenfelder 31-1 bis 31-n mindestens 
hergestellten Halbleiterspeicherchips (die sogenannte eine Ersatzwortleitung SWL Eine Ersatzspeicherzellen- 
"Ausbeute") erheblich gesunken. zeile mit Ersatzspeicherzellen SMC derselben Anzahi 

Daher weisen die meisten neueren Halbleiterspei- 15 wie die Zahl der Bitleitungen (oder Bitleitungspaare) BL 
chereinrichtungen zusatzlich zu den Speicherzellenfel- ist entsprechend jeder Ersatzwortleitung SWL gebildet. 
dern, die urspriinglich benutzt werden sollen (im weite- Jede der Ersatzspeicherzellen SMC ist mit einer ent- 
ren als normale Speicherzellenfelder bezeichnet), Spei- sprechenden Bitleitung (oder Bitleitungspaar) SL und 
cherzellenfelder auf (im weiteren als Ersatzspeicherzel- einer entsprechenden der Ersatzwortleitungen SWL 
lenfelder bezeichnet). die anstelle der normalen Spei- 20 verbunden. 

cherzellenfelder verwendet werden sollen, wenn Defek-._ ,.Wie in dea^Fig. 10 und 1 1 darge_steljt ist,;sind~die : ~ 
te auftreten, die ihre Ursache in der Herstellung haben. normalen Zeilendekoder 25- 1 bis 25-n und die normalen 

Tatsachlich wird eine der Speicherzellenzeilen oder Spaltendekoder 42-1 bis 42-n entsprechend den norma- 
Speicherzellenspalten in einem Ersatzspeicherzellenfeld len Speicherzellenfeldern 31-1 bis 31-n gebildet, und es 
anstelle einer Speicherzellenzeiie oder Speicherzellen- 25 sind Ersatzzeilendekoder 24- 1 bis 24-n und Ersatzspal- 
spalte benutzt, zu der eine defekte Speicherzelle in ei- tendekoder 41-1 bis 41-n entsprechend den Ersatzspei- 
nem normalen Speicherzellenfeld gehort cherzellenfeldern 33-1 bis 33-n bzw. Ersatzspeicherzel- 

Fig. 10 zeigt ein schematisches Blockdiagramm der lenfeldern32-l bis 32-n geschaffen. 
Gesamtkonfiguration einer herkommlichen Halbleiter- Jeder der normalen Zeilendekoder 25-1 bis 25-n akti- 
speichereinrichtung mit Ersatzspeicherzellenfeldern. 30 viert selektiv eine der Wortleitungen WL in einem em- 
Fig. 1 0 zeigt hauptsachlich die Schaltungsabschnitte zur sprechenden der normalen Speicherzellenfelder 31 -1 bis 
Steuerung des Betriebs der normalen Speicherzellenfel- 31-n. Das ermdglicht die Obertragung eines Datensi- 
derund Ersatzspeicherzellenfelder als Peripherieschalt- gnals zwischen den jeweiligen Speicherzellen MC, die . 
kreise dieser Speicherzellenfelder. mit der einen Wortleitung WL verbunden sind, und ei- 

Unter Bezugnahme auf die Fig. 10 erfolgt nun eine 35 ner entsprechenden Bitleitung BL 
Beschreibung der Konfiguration der herkommlichen Jeder der normalen Spaltendekoder 42-1 bis 42-n er- 
Halbleiterspeichereinrichtung. Beschrieben wird haupt- moglicht es, ein Signal von einer der Bitleitungen (oder 
sachlich der Schaltkreisbetrieb der Halbleiterspeicher- Bitleitungspaare) BL in einem entsprechenden der nor- 
einrichtung zum Zweck der geeigneten Benutzung der malen Speicherzellenfelder 31-1 bis 31-n abzunehmen 
normalen Speicherzellenfelder und der Ersatzspeicher- 40 und ein externes Datensignal an die eine Bitleitung 
zeilenfelder. (oder Bitleitungspaar) BL anzulegen. Entsprechend wird 

Jedes der Mehrzahl normaler Speicherzellenfelder es rndglich, Daten in eine Speicherzelle MC unter den 
31-1 bis 31-n weist zwei Arten von Ersatzspeicherzel- mit der einen Bitleitung (oder Bitleitungspaar) BL ver- 
lenfeldern(32-l bis 32-n, 33-1 bis 33-n auf. bundenen Speicherzellen MC, die mit der aktivierten 

Fig. 11 zeigt ein Diagramm der Konfiguration eines 45 Wortleitung WL verbunden ist, zu schreiben oder Daten 
beliebigen der normalen Speicherzellenfelder 31-1 bis aus ihrzu lesen. 

31-n und der hinzugefiigten Ersatzspeicherzellenfelder. Jeder der Ersatzzeilendekoder 24-1 bis 24-n aktiviert 

Wie in Fig. 1 1 gezeigt ist, weist jedes der normalen selektiv eine der Ersatzwortleitungen SWL in einem 
Speicherzellenfelder 31-1 bis 31-n Speicherzellen MC, entsprechenden der Ersatzspeicherzellenfelder 33-1 bis 
die in einer Mehrzahl von Zeilen und Spalten angeord- 50 33-n. Das ermoglicht die Obertragung eines Datensi- 
net sind, Wortleitungen WL, die jeweils entsprechend gnals zwischen den jeweiligen Ersatzspeicherzellen MC, 
den Speicherzellenzeilen gebildet sind, und Bitleitungen die mit der einen Ersatzwortleitung SWL verbunden 
(oder Bitleitungspaare) BL die jeweils entsprechend sind, und einer entsprechenden Bitleitung BL 
den Speicherzellenspalten gebildet sind, auf. Jede der Jeder der Ersatzspaltendekoder 41-1 bis 41-n ermdg- 
Wortleitungen WL ist mit alien Speicherzellen MC ver- 55 licht es, ein Datensignal von einer der Ersatzbitleitun- 
bunden, die in der entsprechenden Speicherzellenzeiie gen (oder Ersatzbitleitungspaare) SBL in einem ent- 
enthalten sind, und jede Bitleitung (oder jedes Bitlei- sprechenden der Ersatzspeicherzellenfelder 32-1 bis 
tungspaar) BL ist mit alien Speicherzellen MC verbun- 32-n abzunehmen und ein externes Datensignal an die 
den, die in der entsprechenden Speicherzellenspalte ge- eine Bitleitung (oder Bitleitungspaar) SBL anzulegen. 
bildetsind. 60 Ein jeder der normalen Zeilendekoder 25-1 bis 25-n 

Jedes der Ersatzspeicherzellenfelder 32-1 bis 32-n und ein entsprechender der Ersatzzeilendekoder 24-1 
weist die Mehrzahl von Wortleitungen WL zusammen bis 24-n arbeiten jedoch nicht gleichzeitig, und sie wer- 
mit einem entsprechenden der normalen Speicherzel- den so gesteuert, dafi nur einer von ihnen arbeitet. In 
lenfelder 31-1 bis 31-n auf, und umfaBt ferner unabhan- gleicher Weise arbeiten ein jeder der normalen Spaiten- 
gig vom entsprechenden der normalen Speicherzellen- 65 dekoder 42-1 bis 42-n und ein entsprechender der Er- 
felder 31-1 bis 31-n mindestens eine (oder ein Paar von) satzspaltendekoder 41-1 bis 41-n nicht gleichzeitig, und 
Ersatzbitieitung (oder Ersatzbitleitungen) SBL Eine Er- sie werden so gesteuert, daB nur einer von ihnen arbei- 
satzspeicherzellenspalte mit Ersatzspeicherzellen SMC tet. 
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Zum Beispiel ist es fur den Fall, daO es in derselben 
Zeile oder einer.der Wortleitungen WL in einem belie- 
bigen der normalen Speicherzellenfelder 31-1 bis 31-n 
zwei oder mehr defekte Speicherzellen gibt, erforder- 
lich. daB eine der Ersatzspeicherzellenzeilen in einem 
der Ersatzspeicherzellenfelder 33-1 bis 33-n, das ent- 
sprechend diesem normalen Speicherzellenfeld gebildet 
ist, anstelle der Speicherzellenzeile, die die defekten 
Speicherzellen enthalt, oder die Speicherzellenzeile, die 
entsprechend der defekten Wortleitung WL gebildet ist, 
verwendet wird 

In einem solchen Fall wird daher vom normalen Zei- 
lendekoder und dem Ersatzzeilendekoder entsprechend 
diesem normalen Speicherzellenfeld mil der defekten 
Speicherzellenzeile der Ersatzzeilendekoder in Abhan- 
gigkeit von einem externen AdreBsignal aktiviert, das 
die defekte Speicherzellenzeile angibt. 

Gleichzeitig wird es in einem der Ersatzspeicherzel- 
lenfelder 32-1 bis 32-n entsprechend diesem normalen 



Speicherzellenfelder 31-1 bis 31-n ersetzt durch eine 
Ersatzspeicherzellenzeile in einem der ersten Ersatz- 
speicherzellenfelder 33- 1 bis 33-n, die entsprechend dem 
normalen Speicherzellenfeld gebildet ist, bzw. durch ei- 
5 ne Ersatzspeicherzellenspalte in einem der zweiten Er- 
satzspeicherzellenfelder 32-1 bis 32-n, die entsprechend 
dem normalen Speicherzellenfeld gebildet ist. 

Urn diese Ersetzung auszufuhren, sind, wie in Fig. 10 
gezeigt ist, Ersatzzeilendekoder-Aktivierungsschalt- 

io kreise 21-1 bis 21-n entsprechend jeweils den Ersatzzei- 
lendekodern 24-1 bis 24-n und Ersatzspaltendekoder- 
Aktivierungsschaltkreise 44-1 bis 44-n entsprechend je- 
weils den Ersatzspaltendekodern 41-1 bis41-n gebildet. 
Jeder der Ersatzzeilendekoder-Aktivierungsschalt- 

15 kreise 21-1 bis 21-n gibt ein Steuersignal (SRE1 -SREn) 
in Abhangigkeit von einem Ausgangssignal des Zeilen- 
adreBpuffers 20 aus zum Aktivieren eines entsprechen- 
den der Ersatzzeilendekoder 24-1 bis 24-n oder eines 
der normalen Zeilendekoder 25-1 bis 25-n, der diesem 



Speicherzellenfeld mdglich, ein Datensignal zwischen 20 Ersatzzeilendekoder entspricht. und zum Deaktivieren 

den jeweiligen Ersatzspeicherzellen SMC, die mit einer desanderen. ._ 

der Wortleitungen WL verbunden sind, die durch den In gleicher Weise gibt jeder der Ersatzspahendeko- 

Betrieb eines entsprechenden der normalen Zeilende- der-Aktivierungsschaltkreise 44-1 bis 44-n ein Steuersi- 

koder 25-1 bis 25-n aktiviert ist, und einer entsprechen- gnal (SCE1— SCEn) in Abhangigkeit von einem Aus- 

den der Ersatzbitleitungen (oder Bitleitungspaare) SBL 25 gangssignal des SpaltenadreBpuffers 40 aus zum Akti- 



zu Qbertragen. Daher wird es mdglich, Daten statt in die 
defekte Speicherzellenzeile zu schreiben oder aus ihr zu 
lesen in eine der Ersatzspeicherzellenzeilen in einem der 
Ersatzspeicherzellenfelder 33-1 bis 33-n, die entspre- 
chend den normalen Speicherzellenfeldern gebildet 30 
sind. zu schreiben oder daraus zu lesen. Genauer gesagt 
wird die defekte Speicherzellenzeile durch eine nicht- 
defekte Ersatzspeicherzellenzeile ersetzt. 

In gleicher Weise ist es fur den Fall, daB es in dersel- 



vieren eines entsprechenden der Ersatzspaltendekoder 

41- 1 bis 41-n oder eines der normalen Zeilendekoder 

42- 1 bis 42-n, der diesem Ersatzzeilendekoder ent- 
spricht, und zum Deaktivieren des anderen. 

Der ZeilenadreBpuffer 20 puffert ein ZeilenadreBsi- 
gnal aus den externen AdreBsignalen, die uber externe 
Anschlusse 23 zugefiihrt werden, das angibt, in welcher 
Zeile in den normalen Speicherzellenfeldern 31-1 bis 
31-n Daten in eine darin angeordnete Speicherzelle ge- 



ben Spalte zwei oder mehr defekte Speicherzellen MC 35 schrieben oder aus ihr gelesen werden sollen, und fuhrt 



gibt, oder eine der Bitleitungen BL in einem beliebigen 
der normalen Speicherzellenfelder 31-1 bis 31-n defekt 
ist, erforderlich, das eine der Ersatzspeicherzellenspal- 
ten in einem der Ersatzspeicherzellenfelder 32-1 bis 
32-n, das entsprechend diesem normalen. Speicherzel- 40 
lenfeld gebildet ist, anstelle der Speicherzellenspalte, die 
die defekte Speicherzelle MC enthalt, oder die Spei- 
cherzellenspalte, die entsprechend derdefekten Bitlek 
tung BL gebildet ist, verwendet wird. 



das Signal den normalen Zeilendekodern 25-1 bis 25-n, 
den Ersatzzetlendekodern 24-1 bis 24-n und den Ersatz- 
zeilendekoder-Aktivierungsschaltkreisen 21-1 bis 21-n 
zu. 

Der SpaltenadreBpuffer 40 puffert ein SpaltenadreB- 
signal aus den oben angefuhrten externen AdreBsigna- 
len, das angibt,. in welcher Spalte in den normalen Spei- 
cherzellenfeldern 31-1 bis 31-n Daten in eine darin ange- 
ordnete Speicherzelle geschrieben oder aus ihr gelesen 



In einem solchen Fall wird daher von einem der. nor- 45 werden sollen, und fiihrt das Signal den normalen Spal 
malen Spaltendekoder 42-1 bis 42-n und einem der Er- tendekodem 42-1 bis 42-n, den Ersatzspaltendekodern 
satzzeilendekoder41-l bis 41-n entsprechend dem nor- 41-1 bis 41rn und den Ersatzspaltendekoder-Aktivie- 
malen Speicherzellenfeld mit dieser Speicherzellenspal- rungsschaltkreisen44-l bis 44-n zu. 
te der Ersatzzeilendekoder in Abhangigkeit von einem Fur den Fall, daB das SpaltenadreBsignal vom Spal- 
externen AdreBsignal aktiviert, das die defekte Spei- 50 tenadreBpuffer 40 eine defekte Speicherzellenspalte in 
cherzellenspalte angibt. einem der normalen Speicherzellenfelder 31-1 bis 31-n 

Gleichzeitig ermoglicht es in einem der Ersatzspei- . angibt, aktiviert der entsprechende der Ersatzspalten- 
cherzellenfelder 33-1 bis 33-n entsprechend diesem nor- dekoder-Aktivierungsschaltkreise 44-1 bis 44-n einen 
malen Speicherzellenfeld der Betrieb eines entspre- entsprechenden der Ersatzspaltendekoder 41-1 bis 41-n 
chenden der normalen Spaltendekoder 42-1 bis 42-n 55 wahrend der entsprechende der normalen Spaltendeko- 
Daten in diejenige Ersatzspeicherzelle SMC aller -Er- . der 42-1 bis 42-n deaktiviert wird. Im anderen Fall, daB 
satzspeicherzellen SMC, die mit einer Bitleitung (oder das SpaltenadreBsignal vom SpaltenadreBpuffer 40 eine 

nicht-defekte Speicherzellenspalte angibt, deaktiviert 
jeder der Ersatzspaltendekoder-Aktivierungsschalt- 
60 kreise 44-1 bis 44-n einen entsprechenden der Ersatz- 
spaltendekoder 41-1 bis 41-n und aktiviert einen ent- 
sprechenden der normalen Spaltendekoder 42-1 bis 
42-n: 

Fur den Fall, daB das ZeilenadreBsignal vom Zeilen- 
65 adreBpuffer 20 eine defekte Speicherzellenzeile in ei- 
nem der normalen Speicherzellenfelder 31-1 bis 31-n 
angibt, aktiviert in gleicher Weise der entsprechende 
der Ersatzzeilendekoder-Aktivierungsschaltkreise 21-1 



Bitleitungspaar) SBL verbunden sind. zu schreiben oder 
aus dieser zu lesen. die mit der aktivierten Ersatzwort- 
leitung SWL verbunden ist. Daher wird es mdglich, Da- 
ten statt in die defekte Speicherzellenspalte zu schrei- 
ben oder aus ihr zu lesen in eine nicht-defekte Ersatz- 
speicherzellenspalte zu schreiben oder daraus zu lesen. 
Genauer gesagt wird die defekte. Speicherzellenspalte 
durch eine nicht-defekte Ersatzspeicherzellenspalte er- 
setzt. 

Somit wird eine defekte Speicherzellenzeile und eine 
defekte Speicherzellenspalte in jedem der normalen 
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bis 21 -n einen entsprechenden der Ersatzzeilendekoder 
24-1 bis 24-n wahrend der entsprechende der normalen 
Zeilendekoder 25-1 bis 25-n deaktiviert wird. Im ande- 
ren Fall, daB das ZeilenadreBsignal vom ZeilenadreB- 
puffer 20 eine nicht-defekte Speicherzellenzeile angibt, 
deaktiviert jeder der Ersatzzeilendekoder-Aktivie- 
rungsschaltkreise 21-1 bis 21 -n einen entsprechenden 
der Ersatzzeilendekoder 24-1 bis 24-n und aktiviert ei- 
nen entsprechenden der normalen Zeilendekoder 25-1 
bis 25-n. 

Jeder der Ersatzspaltendekoder-Aktivierungsschalt- 
kreise 44-1 bis 44-n weist eine Mehrzahl von Schmelzsi- 
cherungen auf. In jedem der Ersatzspaltendekoder-Ak- 
tivierungsschaltkreise 44-1 bis 44-n ist eine der Mehr- 
zahl von Schmelzsicherungen vorher selektiv abge- 15 
schmolzen, so daB sein Ausgangssignal (SCEl-SCEn) 
einen entsprechenden der Ersatzspaltendekoder 41-1 
bis 41-n aktiviert, wenn ihm vom SpaltenadreBpuffer 40 
ein SpaltenadreBsignal, das eine defekte Speicherzellen- 
spalte in einem der normalen Speicherzellenfelder 31-1 20 
bis 31 -n angibt, zugefiihrt wird. v 

In gleicher Weise weist jeder der Ersatzzeilendeko- 
der-Aktivierungsschaltkreise 21-1 bis 21 -n eine Mehr- 



sollen oder nicht, stellt nun eine wichtige Information 
fiir die AusfQhrung einer Fehleranalyse in einer Halblei- 
terspeichereinrichtung nach der Herstellung dar. Daher 
weist eine Halbleiterspeichereinrichtung mit einem Re- 
5 dundanzschaltkreis im allgemeinen einen Redundanzer- 
fassungsschaltkreis 22 auf, urn zu erfassen, ob von der 
Halbleiterspeichereinrichtung nach der Herstellung die 
Redundanzschaltkreise benutzt werden oder nicht. 
Der Redundanzerfassungsschaltkreis 22 ist in der 
10 Umgebung eines externen Anschlusses 23 gebildet und 
gibt an diesen externen Anschlufl ein Signal ab, das 
anzeigt, ob die Redundanzschaltkreise benutzt werden 
oder nicht. 

Fig. 12 zeigt ein schematisches Diagramm der IConfi- 
15 guration eines herkdmmlichen Redundanzerfassungs- 
schaltkreises 22. Unter Bezugnahme auf die Fig. 12 wird 
nun im folgenden die Konfiguration und der Betrieb des 
herkdmmlichen Redundanzerfassungsschaltkreises 22 
beschrieben. 

Ein herkdmmlicher Redundanzerfassungsschaltkreis 
weist einen N : Kanal MOS-Trarisistpr 2; der. zwischen 
einem vorbestimmten externen AnschluB 23 und Masse 
gebildet ist, und eine Reihenschaltung aus einer 
Schmelzsicherung 4 und einem N-Kanal MOS-Transi- 



zahl von Schmelzsicherungen auf. In jedem der Ersatz- 

zeilendekoder-Aktivierungsschaltkreise2M bis 21-n ist 25 stor 3, die parallel zum Transistor 2 geschaltet ist, auf. 

eine der Mehrzahl von Schmelzsicherungen vorher se- Die Gates derTransistoren 2 und 3 liegen auf Masse, 

lektiv abgeschmolzen, so daB sein Ausgangssignal Der externe AnschluB 23 ist ursprunglich zum Ober- 

(SREl—SREn) einen entsprechenden der Ersatzzeilen- tragen eines Signals zwischen einem anderen Schalt- 

dekoder 24-1 bis 24-n nur dann aktivieren kann, wenn kreisabschnitt als dem Redundanzerfassungsschaltkreis 

ihm vom ZeilenadreBpuffer 20 ein ZeilenadreBsignal, 30 22 und der Umgebung gebildet und empfangt eine vor- 

das eine defekte Speicherzellenzeile in einem der nor- bestimmte negative Spannung zum Betreiben des Re- 

malen Speicherzellenfelder 31-1 bis 31 -n angibt, zuge- dundanzerfassungsschaltkreises 22 nur dann, wenn ge- 

fuhrt wird priift werden soli, ob die Redundanzschaltkreise benutzt 

Jeder der Ersatzspaltendekoder 41-1 bis 41-n ermog- werden oder nicht. 

licht es, in Abhangigkeit von einem SpaltenadreBsignal 35 
vom SpaltenadreBpuffer 40 wahrend einer Zeitspanne, 
in der der Ersatzspaltendekoder von einem entspre- 
chenden der Ersatzspaltendekoder-Aktivierungsschalt- 
kreise 44-1 bis 44-n aktiviert wird, ein externes Datensi- 

gnal der Ersatzbitleitung SBL zuzufiihren, die einer der 40 sind, vorher abgeschmolzen wurde, ist auch die 

Speicherzellenspalten in einem entsprechenden der Er- Schmelzsicherung 4 im Redundanzerfassungsschalt- 

satzspeicherzellenfelder32*l bis32-n entspricht, und ein kreisdurchtrennt 

Datensignal von der Ersatzbitleitung SBL abzunehmen. Nun wird zuerst der Betrieb des Redundanzerfas- 

In gleicher Weise aktiviert jeder der Ersatzzeilende- sungsschaltkreises 22 fur den Fall beschrieben, daB die 

koder24-l bis 24-n in Abhangigkeit von einem Zeilen- 45 Schmelzsicherung 4 nicht durchtrennt ist. 



Fur den Fall, daB einer der Redundanzschaltkreise 
verwendet wird, d. h. fiir den Fall, daB eine der Sicherun- 
gen in den Ersatzspaltendekoder-Aktivierungsschalt- 
kreisen 44-1 bis 44-n und Ersatzzeilendekoder- Aktivie- 
rungsschaltkreisen 21-1 bis 21-n, die in Fig. 11 gezeigt 



adreBsignal vom ZeilenadreBpuffer 20 wahrend einer 
Zeitspanne, in der der Ersatzzeilendekoder von einem 
entsprechenden der Ersatzzeilendekoder-Aktivierungs- 
schaltkreise 21-1 bis 21-n aktiviert wird, eine der Ersatz- 
wortleitungen SWL, die entsprechend einer der Ersatz- 
speicherzellenzeilen in einem entsprechenden der Er- 
satzspeicherzellenfelder 33- 1 bis 33-n gebildet sind. 

Urn es zu ermdglichen, die sogenannten Redundanz- 
schaltkreise wie z. B.die Ersatzspeicherzellenfelder 32-1 
bis 32-n, 33-1 bis33-n,die Ersatzspaltendekoder 41-1 bis 
41-n und die Ersatzzeilendekoder 24-1 bis 24-n, die die 
zum Ersetzen der normalen Speicherzellenfelder 31-1 
bis 31 -n. normalen Spaltendekoder 42-1 bis 42-n bzw. 
normalen Zeilendekoder 25-1 bis 25-n, auch tatsachlich 



Wenn an den externen AnschluB 23 eine negative 
Spannung angelegt wird, deren Absolutwert V> allmah- 
lich ansteigt, beginnt in der Verdrahtung A, die den 
externen AnschluB 23 mit dem Transistor 2 und der 
50 Sicherung 4 verbindet, zu dem Zeitpunkt ein Strom zu 
flieBen, wenn der Absolutwert Vp groBer als die jeweili- 
gen Schwellenspannungen Vth derTransistoren 2 und 3 
wird. AnschlieBend steigt der StromfluB in der Verbin- 
dung A entsprechend der Erhohung des Absolutwerts 
55 V F an. 

Fig. 13 zeigt einen Graphen der Beziehung zwischen 
dem Absolutwert V> der negativen Spannung, die an 
den externen AnschluB 23 angelegt wird, und dem 
StromfluB in der Verdrahtung A. In Fig. 13 ist der Abso- 



zu benutzen, wird wie oben beschrieben eine Schaltung 60 lutwert V F auf der Abszisse und die Starke If des Strom- 



(Ersatzspaltendekoder-Aktivierungsschaltkreise 44- 1 
bis 44-n und Ersatzzeilendekoder-Aktivierungsschalt- 
kreise 21-1 bis 21-n), die zur Aktivierung dieser Redun- 
danzschaltkreise unter bestimmten Bedingungen gebil- 
det sind, z. B.durch Abschmelzen von Sicherungen wah- 
rend der Herstellung in einen bestimmten Zustand ver- 
se tzt 

Ob solche redundanten Schaltkreise benutzt werden 
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flusses in der Verdrahtung A auf der Ordinate angege- 
ben. 

Wie in den Ftg. 12 und 13 gezeigt ist, sind die beiden 
Transistoren 2 und 3 gesperrt , so daB kein Strom zwi- 
schen dem externen AnschluB 23 und Masse GND 
fiieBt, bis der Absolutwert Vf der negativen Spannung, 
die an den externen AnschluB 23 angelegt wird, die je- 
weiligen Schwellenspannungen Vth der Transistoren 2 
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und 3 erreicht. Wenn der Absolutwert Vf jedoch die 
jeweiligen Schwellenspannungen Vth der Transistoren 
2 und 3 ubersteigt, werden die Transistoren 2 und 3 
beide durchgeschaltet, so daB ein Strom mit einer Star- 
ke der Summe des Stroms zwischen Source und Drain 
des Transistors 2 und des Stroms zwischen Source und 
Drain des Transistors 3 in der Verdrahtung A in Rich- 
tung von der Masse GND zum externen AnschluB 23 
flieBt. Wenn der Absolutwert Vf des Potentials des ex- 



richtung nicht benutzt werden. 

Der Referenzwert wird beispielsweise auf die Starke 
1 1 des Stromflusses im externen AnschluB 23 gesetzt, der 
gemessen wird durch Anlegen einer negativen Span- 
nung mit einem Absolutwert Vin an einen externen An- 
schluB einer anderen Halbleiterspeichereinrichtung. in 
der die Sicherung 4 nicht unterbrochen ist. 

Der Referenzwert wird beispielsweise auf die Starke 
des Stromflusses zwischen einem Referenzschaltkreis 



ternen Anschlusses 23 angehoben wird. steigt auch das io derselben Struktur wiedes Redundanzerfassungsschalt- 



Potential zwischen Gate und Source der Transistoren 2 
und 3 an, so daB der StromfluB in der Verdrahtung A 
proportional zum Absolutwert Vf grofler wird, wie 
durch die Linie 1 in Fig. 1 3 dargestellt isL 

Nun wird der Betrieb des Redundanzerfassungs- 
schaltkreises 22 fur den Fall beschrieben. daB die 
Schmeizsicherung 4 durchtrennt ist. 

Weil die Sicherung 4 durchtrennt ist, flieBt unabhan- 
gig von der Polaritat und dem Absolutwert des Potenti- 



kreises 22, der entsprechend einem anderen externen 
AnschluB als dem mit dem Redundanzerfassungsschah- 
kreis 22 verbundenen externen AnschluB 23 gebildet ist, 
und dem anderen externen AnschluB als dem externen 
AnschluB 23 in der Halbleiterspeichereinrichtung mit 
dem Redundanzerfassungsschaltkreis 22 eingestellt. 

Genauer gesagt wird die im Referenzschaltkreis ent- 
haltene Sicherung unabhangig davon, ob die Redun- 
danzschaltkreise benutzt werden oder nicht, nicht abge- 



als am externen AnschluB 23 kein Strom von der Masse 20 schmolzen, Eine negative Spannung mit einem Absolut- 



GND uber die Sicherung 4 und. den. Transistor 3 zur 
Verdrahtung A. Wenn eine negative Spannung an den 
externen AnschluB 23 angelegt wird, deren Absolutwert 
Vp allmahlich ansteigt, ist der Transistor 2 gesperrt, so 



wert Vin wird an den externen AnschluB angelegt, der 
mit dem Referenzschaltkreis verbunden ist, und die 
Starke des Stromflusses im externen AnschluB wird ge- 
messen. Die gemessene Stromstarke wird als der oben 



daB entsprechend in der Verdrahtung A kein Strom 25 beschriebene Referenzwert verwendet. 



flieBt. bis der Absolutwert Vf die Schwellenspannung 
Vth des Transistors 2 erreicht. Wenn der Absolutwert 
Vp jedoch die Schwellenspannung Vth des Transistors 2 
erreicht, wird der Transistor 2 durchgeschaltet, so daB 



Wie oben beschrieben worden ist, weist die her- 
kbmmtiche Halbleiterspeichereinrichtung mit den Re- 
dundanzschaltkreisen einen Redundanzerfassungs- 
schaltkreis auf, so daB nach der Vollendung der Halblei- 



ein Strom mit einer Starke entsprechend dem Strom 30 terspeichereinrichtung als Produkt gepruft werden 



zwischen Source und Drain des Transistors 2 in der 
Verdrahtung A in einer Richtung von der Masse GND 
zum externen AnschluB 23 flieBt. Wenn der Absolutwert 
Vf des Potentials am externen AnschluB 23 in den Be- 



kann, ob die Redundanzschaltkreise benutzt werden 
oder nicht. Der Redundanzerfassungsschaltkreis weist . 
eine Sicherung auf, die wahrend der Herstellung in Ab- 
hangigkeit davon selektiv durchtrennt wird, ob die Re- 



reich der Schwellenspannung Vth des Transistors oder 35. dundanzschaltkreise benutzt werden oder nicht. 



dariiber angehoben wird, wird die Starke des Stromflus- 
ses in der Verdrahtung A proportional zum Absolut- 
wert Vf gesteigert, wie durch die Linie 2 in Fig. 3 darge- 
stellt ist. 

Wie oben beschrieben worden ist unterscheidet sich 
der StromfluB in der Verdrahtung A fur den Fall. daB 
eine negative Spannung mit einem Absolutwert Vin 
kleiner als die jeweiligen Schwellenspannungen Vth der 
Transistoren 2 und 3 an den externen AnschluB 23 ange- 



Ob die Redundanzschaltkreise benutzt werden oder 
nicht wird durch selektives Durchtrennen einer Siche- 
rung eingestellt, die in anderen als dem Redundanzer- 
fassungsschaltkreis.gebildetsind. 
40 Wie in Fig... 10 gezeigt ist, wird die.Tatsache, ob die 
Ersatzspeicherzellenfelder 32-1 bis 32-n und 33-1 bis 
33-n benutzt werden oder nicht, beispielsweise in Ab- 
hangigkeit davon ermittelt, ob die. Sicherungen in den 
Ersatzspaltendekoder-Aktivierungsschaltkreisen 44- 1 



legt wird, in Abhangigkeit davon, ob die Sicherung 4 45 bis 44-n und. den Ersatzzeilendekoder-Aktivierungs- 



unterbrochen ist oder nicht. Genauer gesagt wird vom 
externen AnschluB 23 erfaflt, daB der Strom h fur den 
Fall, daB die Sicherung 4 unterbrochen ist. kleiner ist als 
der Strom Io, der in der Verdrahtung A flieBt,. wenn die 
Sicherung 4 nicht unterbrochen ist. 

Fur den Fall, daB in der Halbleiterspeichereinrichtung 
nach der Herstellung gepruft wird, ob die Redundanz- 
schaltkreise benutzt werden oder nicht, wird daher eine 
negative Spannung mit einem vorbestimmten Absolut- 
wert Vin, der groBer als die jeweiligen Schwellenspan- 
nungen Vth der Transistoren 2 und 3 ist, dem externen 
AnschluB 23 zugefuhrt, der mit dem Redundanzerfas- 
sungsschaltkreis 22 verbunden ist Dann wird die Starke 
des Stromflusses im externen AnschluB 23 erfaBt. Wenn 



schaltkreisen 24-1 bis ,24-n wahrend der Herstellung 
durchtrennt worden sind. 

Entsprechend sollte ein HerstellungsprozeB fur die 
herkdmmliche Halbleiterspeichereinrichtung mit den 
50 Redundanzschaltkreisen den lastigen Schritt der Durch- 
trennung der Sicherung in der Redundanzerfassungs- 
schahung zusatzlich zum Schritt des Durchtrennens der 
Sicherung auf, urn zu erfassen, ob die Redundanzschalt- 
kreise benutzt werden oder nicht. 
55 Dariiber hinaus ist im Redundanzerfassungsschalt- 
. kreis der als Produkt vervollstandigten Halbleiterspei- 
. chereinrichtung der Zustand der Sicherungen (ob 
durchtrennt oder nicht) bereits bestimmt. Daher stimmt 
der Referenzwert, der mit der Stromstarke verglichen 



die erfaBte Stromstarke kleiner als ein vorbestimmter 60 werden soil, die durch Anlegen einer vorbestimmten 



Referenzwert ist, wird die Sicherung 4 als unterbrochen 
betrachtet. so daB es moglich ist, zu bestimmen, daB 
einer der Redundanzschaltkreise in der Halbleiterspei- 
chereinrichtung benutzt wird. Falls' umgekehrt die er- 
faBte Stromstarke groBer als der vorbestimmte Refe- 
renzwert ist, wird die Sicherung 4 als nicht unterbrochen 
angesehen, so daB es moglich ist, zu bestimmen, daB die 
Redundanzschaltkreise in der Halbleiterspeicherein- 



65 



negativen Spannung an den externen AnschluB, der mit 
dem Redundanzerfassungsschaltkreis verbunden ist, urn 
zu ermitteln, ob die Redundanzschaltkreise benutzt 
werden oder nicht; gemessen wird, nicht mit einem Wert 
ubere'tn, der durch direktes Messen der Starke des 
Stromflusses im externen AnschluB, der mit dem Re- 
dundanzerfassungsschaltkreis verbunden ist, ermittelt 
wird, wenn die Sicherung im Redundanzerfassungs- 
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schaltkreis nicht durchtrennt ist 

Wie oben beschrieben ist, wird genauer gesagt ein 
Wert benutzt, der gemessen wird durch Betreiben eines 
anderen Schaltkreises, der mit dem externen AnschluB 
verbunden ist, wie z. B. eines Redundanzerfassungs- 
schaltkreises in einer anderen Halbleiterspeicherein- 
richtung. in der keine Sicherung durchtrennt ist, eines 
Referenzschaltkreises, der mit einem anderen externen 
AnschluB in derselben Halbleiterspeichereinrichtung 
verbunden ist und dieselbe Struktur wie der Redundan- 
zerfassungsschaltkreis aufweist und in dem keine Siche- 
rung durchtrennt ist, oder eines §hnlichen Schaltkreises. 

Die Eingangsimpedanzen der externen Anschlusse, 
die Kapazitaten der Verdrahtungen oder ahnliches 
stimmen jedoch selbst bei Schaltkreisen mit derselben 
Struktur vollstandig iiberein, so daB die Stromstarke, die 
durch Betreiben eines solchen anderen Schaltkreises ge- 
messen wird, nicht mit der Starke des Stroms ubereins- 
timmt, der im externen AnschluB flieBt, der mit dem 
Redundanzerfassungsschaltkreis verbunden ist und 
auch wirklich fur die ; Bestimmung benutzt werden soil, 
ob die Redundanzschaltkreise benutzt werden oder 
nicht, wenn die Sicherung im Redundanzerfassungs- 
schaltkreis. nicht durchtrennt ist. 

Daher ist entsprechend dem herkommlichen Redund- 
anzerfassungsschaltkreis der Referenzwert zum Ermit- 
teln, ob die Redundanzschaltkreise benutzt werden oder 
nicht, inkorrekt, so daB es nicht immer mdglich ist, kor- 
rekt zu erfassen, ob die Redundanzschaltkreise benutzt 
werden oder nicht. 

Aufgabe der Erfindung ist es.eine Halbleiterspeicher- 
einrichtung zu schaffen, die bestimmen kann, ob ein Re- 
dundanzschaltkreis benutzt wird oder nicht. ohne einen 
zusatzlichen lastigen Herstellungsschritt aufzuweisen. 
Ferner soli eine Halbleiterspeichereinrichtung gebildet 
werden, die korrekt bestimmen kann, ob ein Redun- 
danzschaltkreis verwendet wird oder nicht. AuBerdem 
soil eine Halbleiterspeichereinrichtung geschaffen wer- 
den, die korrekt bestimmen kann, ob ein Redundanz- 
schaltkreis benutzt wird oder nicht, ohne einen zusatzli- * 
chen lastigen Herstellungsschritt aufzuweisen. Ferner 
ist es Aufgabe der Erfindung, eine Halbleiterspeicher- 
einrichtung zu bilden, die bestimmen kann, ob ein Re- 
dundanzschaltkreis verwendet wird oder nicht, ohne ei- 
ne Schmelzsicherung zu verwenden. Ferner soli eine i 
Halbleiterspeichereinrichtung geschaffen werden, bei 
der es nicht vorkommt, daB ein vorbestimmter Schalt- 
kreis irreversibel in einen bestimmten Zustand in Ab- 
hangigkeit davon versetzt wird, ob ein Redundanz- 
schaltkreis benutzt wird oder nicht, umzti bestimmen, * 
ob der Redundanzschaltkreis benutzt wird oder nicht. 

In Ubereinstimmung mit einem Aspekt der vorliegen- 
den Erfindung weist eine Halbleiterspeichereinrichtung 
ein normales Speicherzellenfeld mit einer Mehrzahl von 
normalen Speicherzellen, Ersatzspeicherzellen. die je- ; 
weils eine der Mehrzahl normaler Speicherzellen erset- 
zen konnen, eine normale Auswahlschaltung zum Aus- 
wahlen von einer der Mehrzahl normaler Speicherzel- 
len zum Schreiben und Lesen von Daten, eine Ersatz- 
auswahlschaltung zum Auswahlen von einer der Ersatz- e 
speicherzellen anstelle von einer der Mehrzahl norma- 
ler Speicherzellen, eine Steuersignal-Ausgabeschaltung 
zum Ausgeben eines Steuersignals, das die Ersatzaus- 
wahlschaltung aktiviert und die normale Auswahlschal- 
tung deaktiviert, urn das Ersatzspeicherzellenfeld zu be- e 
nutzen. und eine elektrische Schaltung zum Empfangen 
des Steuersignals auf. Die elektrische Schaltung ist so 
eingestellt, daB sie ein bestimmtes elektrisches Signal an 
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einen vorbestimmten externen AnschluB in Abhangig- 
keit von einem Steuersignal von der Steuersignal-Aus- 
gabeschaltung ausgibt. 
Bevorzugterweise weist die elektrische Schaltung ei- 
5 ne Schaltung zum Halten eines Signals auf einem vorbe- 
stimmten Logikpegel in Abhangigkeit vom Steuersignal 
von der Steuersignal-Ausgabeschaltung und eine Schal- 
tung zum Ausgeben eines bestimmten elektrischen Si- 
gnals an einen vorbestimmten externen AnschluB in Ab- 
io hangigkeit vom gehaltenen Signal auf. 

Weil die elektrische Schaltung, die so eingestellt ist, 
daB sie ein bestimmtes elektrisches Signal an den exter- 
nen AnschluB in Abhangigkeit von der Zufuhrung des 
Steuersignals ausgibt. das zur Benutzung des Ersatz- 
15 speicherzellenfeldes erzeugt wird, wird die elektrische 
Schaltung so eingestellt, daB sie ein bestimmtes elektri- 
sches Signal an den externen AnschluB ausgibt, wenn 
die Halbleiterspeichereinrichtung so konstruiert ist, daB 
sie unter Bedingungen arbeitet, unter denen das Ersatz- 
20 speicherzellenfeld benutzt werden sollte. Nachdem die 
Halbleiterspeichereinrichtung ; unter Bedingungen ar : 
beitet, bei denen das Ersatzspeicherzellenfeld benutzt 
werden soil, erscheint entsprechend ein elektrisches Si- 
gnal am externen AnschluB entsprechend der Tatsache, 
25 ob das Ersatzspeicherzellenfeld benutzt wird oder nicht. 
In Ubereinstimmung mit einem weiteren Aspekt der 
voriiegenden Erfindung weist eine Halbleiterspeicher- 
einrichtung ein normales Speicherzellenfeld mit einer 
Mehrzahl von normalen Speicherzellen, die in einer 
jo Mehrzahl von Zeilen und Spalten angeordnet sind, ein 
erstes Ersatzspeicherzellenfeld mit ersten Ersatzspei- 
cherzellen, die jeweils eine der Mehrzahl von Speicher- 
zellen in einer der Mehrzahl von Zeilen ersetzen kon- 
nen, ein zweites Ersatzspeicherzellenfeld mit. zweiten 
js Ersatzspeicherzellen, die jeweils eine der Mehrzahl von 
normalen Speicherzellen in einer der Mehrzahl von 
Spalten ersetzen konrien, eine erste normale Auswahl- 
schaltung zum Auswahlen von einer der Mehrzahl nor- 
maler Speicherzellen in einer der Mehrzahl von Zeilen 
[Q zum Schreiben und Lesen von Daten, eine zweite nor- 
male Auswahlschaltung zum Auswahlen von einer der 
Mehrzahl normaler Speicherzellen in einer der Mehr- 
zahl von Spalten zum Schreiben und Lesen von Daten, 
eine erste Ersatzauswahlschaltung zum Auswahlen von " 
15 einer der ersten Ersatzspeicherzellen anstelle von einer 
der Mehrzahl normaler Speicherzellen, und eine zweite 
Ersatzauswahlschaltung zum Auswahlen von einer der 
zweiten Ersatzspeicherzellen anstelle von einer der 
Mehrzahl normaler Speicherzellen auf. Die Halbleiter- 
o speichereinrichtung weist ferner eine erste Steuersi- 
gnal-Ausgabeschaltung zum Ausgeben eines ersten 
Steuersignals, das die erste Ersatzauswahlschaltung ak- 
tiviert und die erste normale Auswahlschaltung deakti- 
viert, urn das erste Ersatzspeicherzellenfeld zu benut- 
5 zen, eine zweite Steuersignal-Ausgabeschaltung zum 
Ausgeben eines zweiten Steuersignals. das die zweite 
Ersatzauswahlschaltung aktiviert und die zweite norma- 
le Auswahlschaltung deaktiviert, urn das zweite Ersatz- 
speicherzellenfeld zu benutzen, eine erste elektrische 
o Schaltung. die so eingestellt ist, daB sie ein bestimmtes 
erstes elektrisches Signal an einen ersten externen An- 
schluB in Abhangigkeit vom ersten Steuersignal ausgibt, 
und eine zweite elektrische Schaltung, die so eingestellt 
ist, daB sie ein bestimmtes zweites elektrisches Signal an 
5 einen zweiten externen AnschluB in Abhangigkeit vom 
zweiten Steuersignal ausgibt, auf. 

Die erste und zweite elektrische Schaltung sind so 
eingestellt, daB sie das bestimmte erste und zweite elek- 
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trische Signal an den ersten bzw. zweiten externen An- 
schluB in Abhangigkeit von der Zufiihrung des ersten 
und zweiten Steuersignals ausgeben, die jeweils zur Be- 
nuizung des ersten und zweiten Ersatzspeicherzelienfel- 
des erzeugt werden. Wenn die Halbleiterspeicherein- 
richtung so konstruiert ist, daB sie unter Bedingungen 
arbeitet. unter denen das erste und/oder zweite Ersatz- 
speicherzellenfeld benutzt werden sollte, wird die erste 
und/oder zweite elektrische Schaltung so eingestellt, 
daB sie ein oder die bestimmten elektrischen Signale an 
den ersten und/oder zweiten externen AnschluB ausge- 
ben. Nachdem die Halbleiterspeichereinrichtung unter 
Bedingungen arbeitet, bei denen mindestens das erste 
oder das zweite Ersatzspeicherzellenfeld benutzt wer- 



des Schaltkreises von Fig. 2; 

Fig. 4 einen Graphen der Kennlinie eines Informa- 
tionserfassungs-Halteschaltkreises von Fig. 2; 

Fig. 5 ein schematisches Blockdiagramm, das die Ge- 
samtkonfiguration einer Halbleiterspeichereinrichtung 
nach einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
darstellt; 

Fig. 6 ein schematisches Schaltbild der Struktur der 
Redundanzerfassungsschaltkreise von Rg, 5; 

Fig. 7 ein schematisches Blockdiagramm, das die Ge- 
samtkonfiguration einer Halbleiterspeichereinrichtung 
nach einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
darstellt; 

Fig. 8 ein schematisches Schaltbild der Struktur der 



den soil erscheinen entsprechend elektrische Signale 15 Redundanzerfassungsschaltkreise von Fig. 7; 



am ersten und zweiten externen AnschluB entsprechend 
der Tatsache, ob das erste Ersatzspeicherzellenfeld be- 
nutzt wird oder nicht und ob das zweite Ersatzspeicher- 
zellenfeld benutzt wird. 

In Obereinstimmung mil einem weiteren Aspekt ist 20 
ein Bestimmungsverfahren nach der vorliegenden Erfin- 
dung ein Verfahren zum Bestimmen, ob ein Ersatzspei- 
cherzellenfeld benutzt wird oder nicht, aus einem Signal, ■ 
das einem externen AnschluB in einer Halbleiterspei- 



Fig. 9 ein schematisches Diagramm der Struktur ei- 
nes Informatibnserfassungs-Ausgabeschaltkreises in ei- 
nem Redundanzerfassungsschaltkreis nach einer weite- 
ren Ausfuhrungsform der Erfindung; 

Fig. 10 ein schematisches Blockdiagramm der Ge- 
samtkonfiguration einer herkommlichen Halbleiterspei- 
chereinrichtung mit Redundanzschaltkreisen; 

Fig. 1 1 ein Diagramm zur Erlauterung der Strukturen 
eines norrnalen Speicherzellenfeldes und eines Ersatz- 



chereinrichtung zugefiihrt wird, die ein normales Spei- 25 speicherzellenfeldes von Fig. 10; 



cherzellenfeld mit einer Mehrzahl von norrnalen Spei- 
cherzellen, ein Ersatzspeicherzellenfeld mit Ersatzspei- 
cherzellen, die jeweils eine der Mehrzahl normaler Spei- 
cherzellen ersetzen konnen. einen externen AnschluB. 
eine normale Auswahlschaltung zum Auswahlen von 30 
einer der Mehrzahl normaler Speicherzellen zum 
Schreiben und Lesen von Daten, eine Ersatzauswahl- 
schaltungzum Auswahlen von einer der Ersatzspeicher- 
zellen anstelle von einer der Mehrzahl normaler Spei- 
cherzellen. und eine elektrische Schaltung zum Ausge- 
ben eines bestimmten elektrischen Signals, das angibt, 
daB das Ersatzspeicherzellenfeld benutzt wird, aufweist, 
wobei das Verfahren den Schritt der Erzeugung eines 
Steuersignals, das die Ersatzauswahlschaltung aktiviert 



Fig. 12 ein schematisches Diagramm der Struktur ei- 
nes Redundanzerfassungsschaltkreises von Rg. 10; und 
Fig. 13 einen Graphen der Kennlinien des Schaltkrei- 
ses von Rg. 12. 

In Rg. 1 sind nur die Strukturen des Hauptabschnitts 
der Halbleiterspeichereinrichtung dargestellt. 

Wie im Fall der in Rg. 10 gezeigten herkommlichen 
Halbleiterspeichereinrichtung weist die in Rg. 1 darge- 
stellte Halbleiterspeichereinrichtung eine Mehrzahl von 
35 norrnalen Speicherzellenfeldern 31-1 bis 31 -n, zwei Ar- 
ten von Ersatzspeicherzellenfeldern 32-1 bis 32-n und 
33-1 bis 33-n, die entsprechend den jeweiligen norrnalen 
Speicherzellenfeldern gebildet sind, normale Spaltende- 



koder 42-1 bis 42-n und normale Zeilendekoder 25-1 bis 

und die normale Auswahlschaltung deaktiviert, urn das 40 25-n, die entsprechend den jeweiligen norrnalen Spei- 

Ersatzspeicherzellenfeld zu benutzen. und den Schritt cherzellenfeldern gebildet sind, Ersatzspaltendekqder 

des Betreibens der elektrischen Schaltung in Abhangig- 41-1 bis 41 -a die jeweils entsprechend den Ersatzspei- 

keitvomSteuersignal aufweist. . cherzellenfeldern 32-1 bis 32-n gebildet sind, und Ersatz- 

Emsprechend diesem Verfahren wird die Schaltung, zeilendekoder 24-1. bis 24-n, die jeweils entsprechend 

die ein Signal ausgibt, das anzeigt, daB das Ersatzspei- 45 den Ersatzspeicherzellenfeldern 33-1 bis 33-n gebildet 



cherzellenfeld benutzt wird, in Abhangigkeit voni.Steu- 
ersignal aktiviert, das erzeugt wird, wenn das Ersatz- 
speicherzellenfeld tatsachlich verwendet wird. Entspre- 
chend erscheint ein Signal am externen AnschluB, das 
angibt. ob das Ersatzspeicherzellenfeld benutzt wird 
oder nicht, wenn die Halbleiterspeichereinrichtung ei- 
nen norrnalen Betrieb ausfuhrt. 

Daher wird es in Obereinstimmung mit der Erfindung 
moglich, korrekt und einfach zu priifen, ob ein Redun- 
danzschaltkreis benutzt wird oder nicht, ohne Schmelz- 
sicherungen zu bilden, die wahrend der Herstellung se- 
lektiv in Abhangigkeit davbn abgeschmolzen werden, 
ob der Redundanzschaltkreis benutzt wird oder nicht. 

Weitere Merkmale und ZweckmaBigkeiten der Erfin- 
dung ergeben sich aus der Beschreibung yon Ausfuh- 
rungsbeispielen anhand der Figuren. Von den Figuren 
zeigen: 

Rg. 1 ein schematisches Blockdiagramm. das die Ge- 
samtkohfigu'ration einer Halbleiterspeichereinrichtung 
nach einer Ausfuhrungsform der Erfindung darstellt; 

Rg. 2 ein schematisches Schaltbild der Struktur der 
Redundanzerfassungsschaltkreise von Fig. 1 ; 

Rg. 3 ein Zeitdiagramm zur Erlauterung des Betriebs 



sind, auf. Die Halbleiterspeichereinrichtung weist ferner 
Ersatzzeilendekoder-Aktivierungsschaitkreise 21-1 bis 
21-n, die jeweils entsprechend den Ersatzzeilendeko- 
dern 24-1 bis 24- n gebildet sind, Ersatzspaltendekoder- 
50 Aktivierungsschaltkreise 44-1 bis 44-n, die jeweils ent- 
sprechend den Ersatzspaltendekodern 32-1 bis 32-n ge- 
bildet sind, einen ZeilenadreBpuffer 20 und einen Spal- 
tenadreBpuffer40auf. . 
Konfiguration. und Betrieb dieser Schaltkreisab- 
55 schnitte in der Halbleiterspeichereinrichtung stimmen 
mit denen der in Rg. 10 gezeigten herkommlichen 
Halbleiterspeichereinrichtung uberein. Genauer gesagt 
wird der Zugriff auf eine defekte Speicherzellenspalte 
oder eine defekte Speicherzellenzeile in den norrnalen 
60 Speicherzellenfeldern 31-1 bis31-n durch einen Zugriff 
auf eine Ersatzspeicherzellenspalte in den Speicherzel- 
lenfeldern 32-1 bis 32-n oder eine Ersatzspeicherzellen- 
zeile in den Speicherzellenfeldern 33- 1 bis 33-n ersetzt. 
. Urn diese Ersetzung auszufiihren wird in einem Her- 
65 steliungsprozeB fur die Halbleiterspeichereinrichtung 
eine (nicht dargestellte) Schmelzsicherimg im jeweiligen 
der Ersatzspaltendekoder-Aktivierungsschaltkreise 
44-1 bis 44-n und im jeweiiigen der Ersatzzeilendeko- 
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der-Aktivierungsschaltkreise 21-1 bis 21-n selektiv un- 
terbrochen. Ein Ersatzzeilendekoder-Aktivierungs- 
schaltkreis, in dem keine Schmelzsicherung unterbro- 
chen ist, arbeitet so, daO unabhangig von einem Zeilen- 
adreBsignal vom Zeilenadrefipuffer 20 stets ein entspre- 
chender der Ersatzzeilendekoder deaktiviert wird, wah- 
rend ein entsprechender der normalen Zeilendekoder 
aktiviert wird. 

Die Halbleiterspeichereinrichtung weist ferner Re- 
dundanzerfassungsschaltkreise 22a- 1 bis 22a-n, die je- 
weils entsprechend einem der Ersatzzeilendekoder-Ak- 
tivierungsschaltkreise 21-1 bis 21-n gebildet sind, zum 
Erfassen. ob die Schmelzsicherung im entsprechenden 
Ersatzzeilendekoder-Aktivierungsschaltkreis unterbro- 
chen ist oder nicht, d. h. ob ein entsprechendes der Er- 
satzspeicherzellenfelder (eines von 24-1 bis 24-n) ent- 
sprechend dem Ersatzzeilendekoder-Aktivierungs- 
schaitkreis benutzt wird oder nicht, und Redundanzer- 
fassungsschaltkreise 22b- 1 bis 22b-n, die jeweils ent- 
sprechend einem der Ersatzspaltendekoder-Aktivie- 
rungsschaltkreise 44-1 bis 44-n gebildet sind. zum Erfas- 
sen, ob die Schmelzsicherung im entsprechenden Er- 
satzspaltendekoder-Aktivierungsschaltkreis unterbro- 
chen ist oder nicht, d. h. ob ein entsprechendes der Er 



Fig. 2 zeigt ein schematisches Diagramm der Struktur 
eines jeden der Redundanzerfassungsschaltkreise 22a- 1 
bis 22a-n, 22b- 1 bis 22b-n. Rg. 2 zeigt reprasentativ die 
Struktur eines beiiebigen der Redundanzerfassungs- 
5 schaltkreise. 

Fig. 3 zeigt ein Zeitdiagramm zur Erlauterung des 
Betriebs des Redundanzerfassungsschaltkreises von 
Fig. 2. 

Wie in Rg. 2 gezeigt ist, weist jeder der Redundan- 
io zerfassungsschaltkreise 22a- 1 bis 22a-n, 22b- 1 bis 22b-n 
einen Informationserfassungs-Halteschaltkreis 8, ein 
Ausgangssignal (SREl-SREn) eines entsprechenden 
der Ersatzzeilendekoder- Aktivierungsschaltkreise 21-1 
bis 21-n oder ein Ausgangssignal (SCEl -SCEn) eines 
is entsprechenden der Ersatzspaltendekoder-Aktivie- 
rungsschaltkreise 44-1 bis 44-n empfangt, und einen Er- 
fassungsinformations-Ausgabeschaltkreis 10 zum Aus- 
geben eines Ausgangssignals des Informationserfas- 
sungs-Halteschaltkreises 8 nach auBen auf. 
20 Der Informationserfassungs-Halteschaltkreis 8 weist 
ein 2-Eingangs-NOR-Gatter 6, das ein Ausgangssignal 
(SRE1 — SREn) eines entsprechenden der Ersatzzeilen- 
dekoder-Aktivierungsschaltkreise oder ein Ausgangssi- 
gnal (SCE1— SCEn) eines entsprechenden der Ersatz- 



satzspeicherzellenfelder 32-1 bis 32-n entsprechend 25 spaltendekoder-Aktivierungsschaltkreise als Eingangs- 

dem Ersatzspaltendekoder-Aktivierungsschaltkreis be- signal empfangt, ein 3-Eingangs-UND-Gatter 7 vom 

nutzt wird oder nicht, auf. Eingangsinversionstyp und einen Inverter 11, der das 

Im Unterschied zum herkommlichen Redundanzer- Ausgangssignal des NOR-Gatters 6 invertiert, auf. Ein 

fassungsschaltkreis20.der in Fig. 1 0 gezeigt ist, empfan- EingangsanschluB des UND-Gatters 7 Hegt auf Masse 

gen die Redundanzerfassungsschaltkreise 22a- 1 bis 30 und ein anderer EingangsanschluB empfangt das Aus- 



22a-n und 22b- 1 bis 22b-n die Ausgangssignale 
SRE1— SREn der entsprechenden Ersatzzeilendeko- 
der- Aktivierungsschaltkreise 21-1 bis- 21-n bzw. die 
Ausgangssignale SCE1 — SCEn der entsprechenden Er- 
satzspaltendekoder-Aktivierungsschaltkreise 44-1 bis 
44-n. 

Unter Bezugnahme auf die Fig. 1 und 2 werden nun 
Struktur und Betrieb der Redundanzerfassungsschalt- 
kreise 22a- 1 bis 22a-n und 22b- 1 bis 22b-n beschrieben. 

In der folgenden Beschreibung wird angenommen. 
daB die Ersatzspaltendekoder 41-1 bis 41^n in Abhan- 
gigkeit von den jeweiligen Ausgangssignalen 
SCEl — SCEn auf hohem Pegel von den entsprechenden 
Ersatzspaltendekoder-Aktivierungsschaltkreisen 44- 1 



gangssignai des UND-Gatters 6. Ein weiterer Eingangs- 
anschluB empfangt das Ausgangssignal des Einschalt- 
riickstellsignal-ErzeugungsschaUkreises 300. Das NOR- 
Gatter 6 empfangt ein Ausgangssignal (SRE1— SREn) 
35 eines entsprechenden der Ersatzzeilendekoder-Aktivie- 
rungsschaltkreise oder ein Ausgangssignal 
(SCEl — SCEn) eines entsprechenden der Ersatzspalten- 
dekoder-Aktivierungsschaltkreise und das Ausgangssi- 
gnal des UND-Gatters 7 als Eingangssignale. 
40 Das NOR-Gatter 6 arbeitet als Inverter, der das Aus- 
gangssignal des UND-Gatters 7 invertiert, wenn das 
Ausgangssignal (eines von SREl-SREn oder 
SCEl— SCEn) des entsprechenden Aktivierungsschalt- 
kreises auf niedrigem Pegel liegt. Genauer gesagt, wird 



bis 44-n aktiviert werden, und daB die Ersatzzeilendeko- 45 in einer Zeitspanne, in der das Potential des Knotens Nl 



der 24-1 bis 24-n in Abhangigkeit von den jeweiligen 
Ausgangssignalen SREl-SREn auf hohem Pegel von 
den entsprechenden Ersatzzeilendekoder-Aktivierungs- 
schaltkreisen 21-1 bis 21-n aktiviert werden. Ferner wird 
angenommen, daB ein Ersatzzeilendekoder-Aktivie- 
rungsschaltkreis, in dem eine der Schmelzsicherungen 
unterbrochen ist, so arbeitet, dafl er in Abhangigkeit von 
einem bestimmten ZeilenadreBsignal vom ZeilenadreB- 
puffer 20 ein Signal mil hohem Pegel ausgibt, und dafl 
ein Ersatzspaltendekoder-Aktivierungsschaltkreis, in 
dem eine der Schmelzsicherungen unterbrochen ist, so 
arbeitet, daB er in Abhangigkeit von einem bestimmten 
SpaltenadreBsignal vom SpaltenadreBpuffer 40 ein Si- 
gnal mil hohem Pegel ausgibt. 

Ferner wird angenommen, daB die normalen Spalten- 
dekoder 42-1 bis 42-n in Abhangigkeit von den Signalen 
SCEl — SCEn auf hohem Pegel von den entsprechenden 
Ersatzspaltendekoder-Aktivierungsschaltkreisen 44- 1 
bis 44-n deaktiviert werden, und die normalen Zeilende- 
koder 25-1 bis 25-n in Abhangigkeit von den Signalen 
SREl-SREn auf hohem Pegel von den entsprechenden 
Ersatzzeilendekoder-Aktivierungsschaltkreisen 21-1 bis 
21-n deaktiviert werden. 



auf niedrigem Pegel liegt, der Ausgangslogikpegel des 
NOR-Gatters 6 durch den Ausgangslogikpegel des 
UND-Gatters 7 bestimmt. 
Ein EingangsanschluB des UND-Gatters 7 empfangt 
50 stets ein Potential mit niedrigem Pegel (dem Massepo- 
tential). 

Ein Ausgangssignal des Einschaltriickstellsignal-Er- 
zeugungsschaltkreises 300 wird an einen Eingangsan- 
schluB des UND-Gatters 7 angelegt. 
55 Der Einschaltrucksteilsignal-Erzeugungsschaltkreis 
300 ist herkdmmlicherweise in-vielen Arten von inte- 
grierten Halbleiterschaltkreiseinrichtungen gebildet, 
urn das Potential eines vorbestimmten Knotens unmit- 
telbar nach dem Einschalten der Spannungsversorgung 
zu initialisieren. Der Einschaltriickstellsignal-Erzeu- 
gungsschaltkreis 300 ist in den Fig. 1 und 10 zur Verein- 
fachung der Zeichnungen nicht dargestellt. Der Ein- 
schaltruckstellsignal-Erzeugungsschaltkreis 300 gibt ei- 
nen Einzelimpuls mit hohem oder niedrigem Pegel aus 
unmittelbar nachdem der Schalter der Stromversor- 
gung eingeschaitet ist (siehe Fig. 3(f)). Bei dieser Aus- 
fuhrungsform wird angenommen, daB der Einzelimpuls 
einen hohen Pegel aufweist und das Potential des Aus- 
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gangsknotens N3 des UND-Gatters 7 durch den Einzel- te Zeitspanne zu aktivieren, so dafl ein entsprechendes 

impuls auf niedrigen Pegel initialisiert wird. der Ersatzspeicherzellenfelder 33- 1 bis 33-n anstelle der 

Wenn der Schalter der Spannungsversorgung fur die- defekten Speicherzellenzeile benutzt wird. 

se Halbjeiterspeichereinrichtung eingeschaltet wird und In gleicher Weise gibt in einem Fall, in dem eine der 
die Versorgungsspannung Vcc (Fig. 3(a)) ansteigt, wird 5 Speicherzellenspalten in einem der Speicherzellenfelder 

das Potential des Knotens N3 wegen des Anstiegs des 31-1 bis 31-n defekt ist, ein entsprechender der Ersatz- 

Ausgangssignals vom Einschaltruckstellsignal-Erzeu- spaltendekoder-Aktivierungsschaltkreise 44-1 bis 44-n 

gungsschaltkreis 300 entsprechend auf niedrigem Pegel ein Signal (SCEl — SCEn) mit hohem Pegel nur als Re- 

fixiert, wie in Fig. 3(d) gezeigt ist. Das Potential des aktion auf ein SpaltenadreBsignal, das die defekte Spei- 
Knotens N3 befindet sich auf niedrigem Pegel, so daQ 10 cherzellenspalte angibt, aus, urn einen entsprechenden 

das NOR-Gatter 6 das Potential mit niedrigem Pegel an der Ersatzspaitendekoder 41-1 bis 4i-n fur eine be- 

einem EingangsanschluB empfangt, urn ein Potential mit. stimmte Zeitspanne zu aktivieren, so daQ ein entspre- 

hohem Pegel auszugeben. chendes der Ersatzspeicherzellenfelder 32- 1 bis 32-n an- 

Wenn das Potential des Knotens N3 auf niedrigem stelle der defekten Speicherzellenspalte benutzt wird. 
Pegel fixiert ist, fahrt das NOR-Gatter 6 damit fort, ein 15 * Damit wird jeder der Aktivierungsschaltkreise 21-1 

Potential mit hohem Pegel auszugeben. bis das Potential bis 21-n, 44-1 bis 44-n in Abhangigkeit von einem be- 

des Knotens Nl auf hohem Pegel liegt. Entsprechend. stimmten extemen AdreBsignal nur in einem Fall auf 

wird das Potential des Knotens N2 (Fig. 3(c)) auf hohem hohen Pegel gebracht, wenn ein entsprechendes der Er- 

Pegel gehalten. das das Anfangspotential darstellt, bis satzspeicherzellenfelder 32-1 bis 32-n, 33-1 bis 33-n be- 
das Ausgangssignal (Fig. 3(b)) des entsprechenden Akti- 20 nutzt wird, d. h. in einem Fall, wenn eine der darin ent- 

vierungsschaltkreises auf einen hohen Pegel. geandert haltenden Schmelzsicherungen im HerstellungsprozeB 

wird. Daher wird das Ausgangspotential des Inverters unterbrochen worden ist. Wenn externe AdreBsignale, 

1 1 nach dem Anstieg der Versorgungsspannung Vcc auf die alle normale Speicherzellenzeilen und normale Spei- 

niedrigem Pegel gehalten, bis das Potential des Knotens cherzellenspalten angeben, nacheinander der Halblei- 

Nl auf hohem Pegel ist, wie in Fig. 3(e) gezeigt ist. 25 terspeichereinrichtung nach dem Anlegen der Versor- 

Wenn das Potential des Knotens N 1 zum Zeitpunkt t2 gungsspannung und vor dem Ausfuhren eines normalen 

auf einen hohen Pegel geandert wird, wie in Fig. 3(b) Schreibens und Lesens von Daten zugefuhrt werden, 

gezeigt ist. gibt das NOR-Gatter 6 unabhangig vom wird das Ausgangspotential von einem der Ersatzspal- 

Potentialpegel des Knotens N3 ein Signal mit niedrigem tendekoder-Aktivierungsschaltkreise 44-1 bis 44-n oder 

Pegel aus. Daher fallt das Potential des Knotens N2 als 30 der Ersatzzeilendekoder-Aktivierungsschaltkreise 21-1 

Reaktion auf den Anstieg des Potentials am Knoten Nl bis 21-n, der entsprechend einem im normalen Schrei- 

auf niedrigen Pegel ab, wie in Fig. 3(c) dargestellt ist. ben und Lesen zu benutzenden Ersatzspeicherzellenfeld 

Wenn das Potential des Knotens N2 auf niedrigen gebildet ist, mindestens einmal auf hohen Pegel ge- 

Pegel gebracht wird, liegen die an das UND-Gatter 7 . bracht. 

angelegten drei Signale auf niedrigem Pegel, so daB das 35 Zum Zeitpunkt, wenn alle extemen AdreBsignale zu- 

UND-Gatter 7 ein Signal mit hohem Pegel ausgibt. Wie gefuhrt worden sind, ist daher nur das Ausgangspotenti- 

in Fig. 3(d) gezeigt ist, steigt das Potential des Knotens al des lnformationserfassungs-Halteschaltkreises 8 im 

N3 daher in Abhangigkeit vom Abfall des Potentials am Redundanzerfassungsschaltkreis auf hohem Pegel fi- 

Knoten N2 auf den hohen Pegel an. xiert, der ein Ausgangssignal von einem der Ersatzzei- 

Wenn das Potential des Knotens. N3 auf hohen Pegel 40 lendekoder-Aktivierungsschaltkreise (einem von 21-1 

gebracht wird, gibt das NOR-Gatter 6 unabhangig vom bis 21-n), der entsprechend dem zu benutzenden Ersatz- 

Potentialpegel des Knotens Nl ein Potential mit niedri- speicherzellenfeld (einem von 31-1 bis 31 -n) gebildet ist, 

gem Pegel aus. Entsprechend gibt das NOR-Gatter 6 zu und dem Ersatzzeilendekoder (einem von 24-1 bis 24-n) 

einem beliebigen Zeitpunkt t3,.nachdem das Potential der Redundanzerfassungsschaltkreise 22a- 1 bis 22a-n 

des Knotens Nl auf einen niedrigen Pegel zuriickge- 45 empfangt. 

kehrt ist, wie in Fig. 3(b) dargestellt ist, weiter ein Poten-. Der Erfassungsinformations-Ausgabeschaltkreis 10 

tial mit niedrigem Pegel aus. Wie in Fig. 3(c) gezeigt ist, weist eine Reihenschaltung aus einem N-Kanal MOS- 

ist das Potential des Knotens N2 genauer gesagt auf Transistors, der das Ausgangssignal des entsprechen* 

niedrigem Pegel fixiert, nachdem das Potential des Kno- den Informationserfassungs-Halteschaltkreises 8 an sei- 

tensNl ansteigt. . 50 nem Gate empfangt, und. einen N-Kanal MOS-Transi- 

Wie in Fig. 3(e) gezeigt, ist das Ausgangspotential des stor 3, der als Diode . geschaltet ist, und einen parallel 

Inverters 11 daher auf hohem Pegel fest, wenn das Po- dazu geschalteten N-Kanal MOS-Transistor 2 auf. So- 

tential einmal angestiegen ist. wohl die Reihenschaltung als auch der Transistor 2 sind 

Das Potential des Knotens N 1 liegt nur wahrend der- zwischen Masse und einem der extemen Anschliisse 23 

jenigen Zeitspanne auf hohem Pegel, in der ein entspre- 55 von Fig. 1 gebildet Das Gate des Transistors 2 liegt auf 

chender der Aktivierungsschaltkreise in Abhangigkeit Masse. 

vom bestimmten ZeilenadreBsignal vom ZeilenadreB- . Wie im herkommlichen Fall ist der externe AnschluQ 

puffer oder vom bestimmten SpaltenadreBsignal vom 23, der mit dem Redundanzerfassungsschaltkreis ver- 

SpaltenadreQpuffer 40 ein Signal mit hohem Pegel aus- bunden ist, ursprunglich zum Ubertragen eines Signals 

gibt. 60 zwischen anderen Schaltkreisabschnitten und der Um- 

Genauer gesagt gibt in einem Fall, in dem eine der gebung gebildet, und es wird eine negative Spannung 

Speicherzellenzeilen in einem der Speicherzellenfelder mit einem vorbestimmten Absolutwert extern an diesen 

31-1 bis 31 -n defekt ist. ein entsprechender der Ersatz- angelegt, wenn gepruft werden soil, ob die Redundanz- 

zeilendekoder-Aktivierungsschaltkreise 2.1-1 bis 21-n schaltkreise benutzt werden oder nicht. 

ein Signal (SRE1 -SREn) mit hohem Pegel nur als Re- 6 5 Unter Bezugnahme auf die Fig. 4 wird nun der Be- 

aktion auf ein ZeilenadreBsignal, das die defekte Spei- trieb des Erfassungsinformations-Ausgabeschahkreises 

cherzellenzeile angibt, aus, urn einen entsprechenden 10 in einem Fall beschrieben, wenn eine negative Span- 

der Ersatzzeilendekoder 24- 1 bis 24-n fur eine bestimm- nung an den externen AnschluB 23 angelegt wird, dessen 
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Absolutwert Vp allmahlich ansteigt. Fig. 4 ist ein Graph, 
der die Beziehung zwischen der Starke If des Stromflus- 
ses in der Verdrahtung A von Fig. 2 und dem Absolut- 
wert Vf der negativen Spannung, die an den in Fig. 2 
dargestellten externen AnschluB angelegt wird, angibt. 

Zuerst wird der Betrieb des Erfassungsinformations- 
Ausgabeschaltkreises 10 in einem Fall beschrieben, 
wenn das Ausgangspotential des Informationserfas- 
sungs-Halteschaltkreises 8auf niedrigem Pegel liegt. 



und er wird nicht nur vom Transistor 2. sondern auch 
von der Reihenschaltung 3 und 5 zugefuhrt. wenn das 
Ausgangspotential des Informationserfassungs-Halte- 
schaltkreises 8 auf hohem Pegel ist. 

Wenn eine negative Spannung mit einem vorbe- 
stimmten Absolutwert Vin gleich oder groBer als die 
Summe (2-Vth) der Schwellenspannung des Transistors 
3 und der Schwellenspannung des Transistors 5 an den 
externen AnschluB 23 angelegt wird, unterscheidet sich 



Wenn an den externen AnschluB 23 eine negative io entsprechend die Starke des Stromflusses zum externen 



Spannung angelegt wird, deren Absolutwert Vf allmah 
lich ansteigt, befinden sich alle Transistoren 2,3 und 5 in 
einem gesperrten Zustand, so daB in der Verdrahtung A 
kein Strom flieBt, bis der Absolutwert VFdie jeweiligen 
Schwellenspannungen Vth der Transistoren 2, 3 und 5 15 
erreicht. 

Wenn der Absolutwert Vpjedoch die Schwellenspan- 
nung Vth erreicht hat, wird Transistor 2 leitend, so daB 
der StromfluB von der Masse GND uber den Transistor 
2 zum externen AnschluB 23 anschlieBend mit konstan- 
ter Rate ansteigt. wenn sich der Absolutwert Vf weiter 
erhoht, wie durch die durchgezogene Linie 1 in Fig. 4 
dargestellt ist. 

Wenn der Absolutwert Vf die Summe der Schwellen- 
spannungen der Transistoren 3 und 5 erreicht, d. h. 
2*Vth t schalten auch die Transistoren 3 und 5 durch, so 
dafl anschlieBend in der Verdrahtung A ein Strom mit 
einer Starke entsprechend der Summe des Stromflusses 
zwischen Source und Drain von Transistor 2 und des 



AnschluB 23, wenn das Ausgangspotential des entspre- 
chenden Informationserfassungs-Halteschaltkreises 8 
auf hohem Pegel (Ij) liegt, von dem Fall, wenn es auf 
niedrigem Pegel (Io) ist. 

Wenn das Ausgangspotential des Informationserfas- 
sungs-Halteschaltkreises 8 im jeweiligen der Redundan- 
zerfassungsschaltkreise22a-l bis 22a-n, 22b- 1 bis 22b-n 
auf niedrigem Pegel liegt und eine negative Spannung 
mit einem Absolutwert Vin an den externen AnschluB 
20 23 angelegt wird, der mit dem Redundanzerfassungs- 
schaltkreis verbunden ist, und die Starke Io des Strom- ; 
flusses zurri externen AnschluB 23 als Referenzwert be- 
nutzt wird, ist es moglich, zu ermitteln, ob die Ersatz- 
speicherzellenfelder 32-1 bis 32-n, 33-1 bis 33-n verwen- 
25 det werden. 

Genauer gesagt werden externe AdreBsignale, die al- 
le Speicherzellenzeilen und aile Speicherzellenspalten 
angeben, nacheinander der Halbleiterspeichereinrich- 
tung zugefuhrt, und dann wird der StromfluB in den 



Stromflusses in der Reihenschaltung der Transistoren 3 30 jeweiligen externen Anschlussen 23 mit einem Tester 
und 5 in Richtung von der Masse GND zum externen oder einem ShnlichenGeratgemessen, wobei. eine nega- 
AnschluB 23 flieBt. Daher steigt im Bereich, in dem der tive Spannung mit einem Absolutwert Vin den externen 
Absolutwert Vf gleich oder hoher als die oben ange- Anschlussen 23 zugefuhrt. die jeweils mit den Redund- 
fuhrte Summe 2* Vth der Schwellenspannungen ist, der anzerfassungsschaltkreisen 22a- 1 bis 22a-n, 22b- 1 bis 
StromfluB in der Verdrahtung A mit einer Rate an, die 35 22b-n verbunden sind. und der gemessene mit dem Re- 
grdBer als zuvor ist, wenn der Absolutwert Vf angeho- ferenzwert verglichen wird. Wenn der an einem be- 
ben wird, wie durch die durchgezogene Linie 1 in Fig. 4 . stimmten externen AnschluB 23 gemessene Wert groBer 
dargestellt ist als der Referenzwert Io ist, wird das Ausgangspotential 
Nun wird der Betrieb des Erfassungsinformations- des Informationserfassungs-Halteschaltkreises 8 im Re- 
Ausgabeschaltkreises 10 fur den Fall beschrieben, daB 40 dundanzerfassungsschaltkreis, der mit diesem externen 



das Ausgangspotential des Informationserfassungs-Hal- 
teschaltkreises 8 auf hohem Pegel. liegt. In diesem Fall 
ist der Transistor 5 unabhangig vom Potential des exter- 
nen Anschlusses 23 leitend. Wenn eine negative Span- 
nung an den externen AnschluB 23 angelegt wird, deren 
Absolutwert Vf allmahlich ansteigt, befinden sich ent- 
sprechend die Transistoren 2 und 3 beide.in einem ge- 
sperrten Zustand, so daB kein Strom in der Verdrahtung 
A flieBt, bis der Absolutwert Vf die jeweiligen. Schwel- 
lenspannungen Vth der Transistoren 2 und 3 erreicht. 

Wenn der Absolutwert VFjedoch die Schwellenspan- 
nung Vth erreicht, werden die Transistoren 2 und 3 bei- 
de leitend, so daB ein Strom mit einer Starke entspre- 
chend der Summe des Stroms zwischen Source und 



AnschluB verbunden ist, als auf hohem Pegel befindlich 
angesehen, so daB es moglich ist, zu bestimmen, daB das 
Ersatzspeicherzellenfeld entsprechend dem Redundan- 
zerfassungsschaltkreis benutzt wird. Wenn der gemes- 
45 sene Wert umgekehrt gleich dem Referenzwert Io ist, 
wird das Ausgangspotential des Informationserfas- 
sungs-Halteschaltkreises 8 als auf niedrigem Pegel be- 
findlich betrachtet, so daB es moglich ist, zu bestimmen, 
daB das Ersatzspeicherzellenfeld entsprechend dem Re- 
50 dundanzerfassungsschaltkreis nicht benutzt wird. 

Urn diesen Referenzwert zu erhalten, wird dieselbe 
negative Spannung wie diejenige, die dem jeweiligen 
externen AnschluB 23 zum Prufen, ob der Redundanz- 
schaltkreis benutzt wird oder nicht, zugefuhrt wird, an 



Drain des Transistors 2 und dem Strom in der Reihen- 55 den jeweiligen externen AnschluB 23 angelegt, und der 



schaltung der Transistoren 3 und 5 beginnt, in der Ver- 
drahtung von der Masse GND zum externen AnschluB 
23 zu flieBen. Dieser Strom steigt anschlieBend mit kon- 
stanter Rate an, wenn der Absolutwert Vp vergroBert 
wird, wie durch die durchgezogene Linie 2 in Fig. 4 
dargestellt ist 

Damit ist der StromfluB in der Verdrahtung A im 
Bereich, in dem der Absolutwert Vp der an den externen 
AnschluB 23 angelegten Spannung gleich oder niedriger 



StromfluB im externen AnschluB 23 wird mit einem Te- 
ster oder einem ahnlichen Gerat zu.dem Zeitpunkt (tl in 
Fig. 3) gemessen, wenn kein externes AdreBsignal an die 
Halbleiterspeichereinrichtung angelegt ist. 
60 Zum Zeitpunkt tl in Fig. 3 ist das Ausgangspotential 
des Informationserfassungs-Halteschaltkreises 8 im je- 
weiligen der Redundanzerfassungsschaltkreise22a-1 bis 
22a-n, 22b- 1 bis 22b-n auf niedrigem Pegel fixiert, so daB 
der Wert von Io in Fig. 4 vom jeweiligen externen An- 



als die Summe (2«Vth) der Schwellenspannungen von 65 schluB 23 durch Ausfuhren einer solchen Messung er- 

zwei MOS-Transistoren ist, nur vom Transistor 2 zuge- halten wird. 

fuhrt. wenn das Ausgangspotential des lnformationser- Wie oben beschrieben worden ist, wird entsprechend 

fassungs-Hatteschaitkreises 8 auf niedrigem Pegel liegt, dieser Ausfiihrungsform auf der Basis der Ausgangssi- 
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gnale der Ersatzzeilendekoder-Aktivierungsschaltkrei- 
se und der Ersatzspaltendekoder-Aktivierungsschalt- 
kreise. die nur in Fallen auf einen vorbestimmten Logik- 
pegel (den hohen Pegel) gebracht werden. wenn die 
Redundanzschaltkreise verwendet werden, ermittelt, ob 
die Redundanzschaltkreise benutzt werden oder nicht. 
Damit ist es unndtig, im HerstellungsprozeB fur die 
Halbleiterspeichereinrichtung den Schritt des selekti- 
ven Unterbrechens von Schmelzsicherungen in den Re- 
dudanzerfassungsschaltkreisen in Abhangigkeit davon 
zu bilden, ob die Redundanzschaltkreise benutzt wer- 
den oder nicht, wie das herkommlicherweise der Fall ist. 

Daruber hinaus werden die Ausgangssignale der Er- 
satzzeilendekoder-Aktivierungsschaltkreise und der Er- 
satzspaltendekoder-Aktivierungsschaltkreise nicht auf 
den vorbestimmten Logikpegel gebracht, bis ein be- 
stimmtes ZeilenadreBsignal und ein bestimmtes Spal- 
tenadreBsignal extern zugefuhrt werden. Wenn eine 
Zeitspanne, in der der Halbleiterspeichereinrichtung 
kein externes AdreBsigna! zugefuhrt wird, benutzt wird, 
ist es daher moglich, einen Referenzwert am jeweiligen 
externen Terminal 23, der mit den Redundanzerfas- 
sungsschaltkreisen 22a- 1 bis 22a-n, 22b- 1 bis 22b-n zur 
Bestimmung, ob das Ersatzspeicherzellenfeld verwen- 
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NOR-Gatters 50 empfangt, und einen Erfassungsinfor- 
mations-Ausgabeschaltkreis JO auf. 

In gleicher Weise weist der Redundanzerfassungs- 
schaltkreis 22d einen Informationserfassungs-Halte- 
i schaltkreis 8. der Halteschaltkreisblocke 80 jeweils ent- 
sprechend den Ersatzspaltendekoder-Aktivierungs- 
schaltkreisen 44*1 bis 44-n besitzt, ein NOR-Gatter 50, 
das Ausgangssignale aller Halteschaltkreisblocke 80 
empfangt, einen Inverter 51, der das Ausgangssignal des 
NOR*Gatters 50 empfangt, und einen Erfassungsinfor- 
mations-Ausgabeschaltkreis 10 auf. 

Jeder der Halteschaltkreisblocke 80 besitzt dieselbe 
Struktur wie der in Fig. 2 gezeigte Informationserfas- 
sungs-Halteschaltkreis 8. Zum Zeitpunkt, wenn alle ex- 
ternen AdreBsignale nacheinander an die Halbleiter- 
speichereinrichtung angelegt worden sind, ist entspre- 
chend nur das Ausgangspotential desjenigen Halte- 
schaltkreisblocks 80 auf hohem Pegel fixiert, der ent- 
sprechend einem der Ersatzzeilendekoder-Aktivie- 
rungsschaltkreise (einem von 21-1 bis 21-n) oder einem 
der Ersatzspaltendekoder-Aktivierungsschaltkreise (ei- . 
nem von 44 : 1 bis 44-n) entsprechend dem zu benutzen- 
den Ersatzspeicherzellenfeld gebildet ist. 
In jedem der Redundanzerfassungsschaltkreise 22c, 



det wird oder nicht, verbunden ist, zu messen, urn zu 25 22d gibt das NOR-Gatter 50 ein Potential mit niedrigem 



bestimmen, ob jedes der Ersatzspeicherzellenfelder 
32-1 bis 32-n, 33-1 bis 33-n benutzt wird oder nicht 
Entsprechend ist es im Gegensatz zum herkdmmlichen 
Fall moglich, einen Referenzwert zur Bestimmung, ob 
ein Redundanzschaltkreis benutzt wird oder nicht, kor- 
rekt zu messen, so daB es auch korrekter als im her- 
kdmmlichen Fall moglich ist, zu ermitteln, ob der Re- 
dundanzschaltkreis benutzt wird oder nicht 

In der oben angefiihrten Ausfuhrungsform ist ein Re- 
dundanzerfassungsschaltkreis fur jeden Ersatzzeilende- 
koder-Aktivierungsschakkreis und jeden Ersatzspalten- 
dekoder-Aktivierungsschaltkreis gebildet, um individu- 
ell feststellen zu konnen, ob das jeweilige Speicherzel- 
lenfeld benutzt wird oder nicht, und jeder Redundanzer 



Pegel aus, wenn das Ausgangspotential von mindestens 
einem der Halteschaltkreisblocke 80 auf hohem Pegel 
-liegt Daher legt der Ausgang des Inverters 51 ein Po- 
tential mit hohem Pegel an den Erfassungsinformations- 
30 Ausgabeschaltkreis 10 an, wenn das Ausgangspotential 
von mindestens einem der Halteschaltkreisblocke 80 auf 
hohem Pegel ist. 

Jeder Erfassungsinformations- Ausgabeschaltkreis 10 
besitzt nach dieser Ausfuhrungsform dieselbe Struktur 
35 wie der in Fig. 2 gezeigte Erfassungsinformations-Aus- 
gabeschaltkreis 10. 

Wenn die Zufiihrung aller externen AdreBsignale an 
diese Halbleiterspeichereinrichtung abgeschlossen ist, 
zeigt nur der Erfassungsinformations-Ausgabeschalt- 
fassungsschaltkreis ist mit einem externen Anschlufl 40 kreis 10 in einem der Redundanzerfassungsschaltkreise 
verbunden. der von den externen Anschlussen verschie- (einem von 22c und 22d), der entsprechend dem benutz- 
den ist, mit denen die anderen Redundanzerfassungs- ten Ersatzspeicherzellenfeld der zwei Arten von Ersatz- 
schaltkreise verbunden sind Wie in Fig. 1 gezeigt ist, • speicherzellenfeldern (32-1 bis 32-n und 33-1 bis 33-n) 
kannjedoch in einem Fall, bei dem nur gepriift werden gebildet ist, die durch die durchgezogene Linie 2 in 
soil, welche Art von Ersatzspeicherzellenfeld der zwei 45 Fig. 4 dargestellte Kennlinie, Wenn bei der in Fig. 5 
Arten von Speicherzellenfeldern (32-1 bis 32-n und 33-1 gezeigten Struktur der Strom an den externen An- 
bis 33-n), die entsprechend den jeweiligen normalen schlussen 23 in gleicher Weise wie bei der vorherigeh 
Speicherzellenfeldern 31-1 bis 31-n gebildet sind, be- Ausfuhrungsform gemessen wird, mit dem die Redund- 
nutzt wird, ein Redundanzerfassungsschaltkreis ent- anzerfassungsschaltkreise 22c bzw. 22d verbunden sind, 
sprechend alien Ersatzzeilendekoder-Aktivierungs- 50 ist es entsprechend moglich, zu bestimmen, welches der 
schaltkreisen 21-1 bis 21-n und ein Redundanzerfas- zwei Typen von Ersatzspeicherzellenfeldern benutzt 
sungsschaltkreis entsprechend alien Ersatzspaltendeko- wird. . .. 

der-Aktivierungsschaltkreisen 44-1 bis 44-n gebildet Wenn nur die Information erforderlich ist, ob eines 
sein. der Ersatzspeicherzellenfelder 32-1 bis 32-n, 33-1 bis 

Fig. 5 zeigt ein schematisches Blockdiagramm der 55 33-n benutzt wird oder nicht, kann femer auch nur ein 
Gesamtkonfiguration einer Halbleiterspeichereinrich- Redundanzerfassungsschaltkreis gemeinsam fur alle Er- 
tung fiir einen solchen Fail. Fig. 5 steilt eine weitere satzzeilendekoder-Aktivierungsschaltkreise 21-1 bis 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung dar. 21-n und alle Ersatzspaltendekoder-Aktivierungsschalt- 
Fig. 6 zeigt ein schematisches DiagrammderStrukturen kreise 44-1 bis 44-n gebildet sein. Fig. 7 zeigt ein sche- 
der Redundanzerfassungsschaltkreise 22c und 22d von 6 o matisches Blockdiagramm der Gesamtkonfiguration ei- 



Fig. 5. 

Wie in Fig. 6 gezeigt ist, weist der Redundanzerfas- 
sungsschaltkreis 22c einen Informatiohserfassungs-Hal- 
teschaltkreis 8, der Halteschaltkreisblocke 80 jeweils 
entsprechend den Ersatzzeilendekoder'-Aktivierungs- 
schaltkreisen 21-1 bis 21-n besitzt, ein NOR-Gatter 50. 
das Ausgangssignale aller Halteschaltkreisblocke 80 
empfangt, einen Inverter 51, der das Ausgangssignal des 
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ner Halbleiterspeichereinrichtung in einem solchen Fall. 
Fig. 7 steilt eine weitere Ausfuhrungsform der vorlie- 
genden Erfindung dar. 

Fig. 8 zeigt ein schematisches Diagramm einer Struk- 
tur des Redundanzerfassungsschaltkreises 22e von 
Fig. 7. Wie in Fig. 8 gezeigt ist, weist der Redundanzer- 
fassungsschaltkreis 22e einen Informationserfassungs- 
Halteschahkreis 8, der Halteschaltkreisblocke 80 be- 
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sitzt, die entsprechend den jeweiligen Ersatzzeilendeko- 
der-Aktivierungsschaltkreisen 21-1 bis 21 -n und den je- 
weiligen Ersatzspaltendekoder-Aktivierungsschaltkrei- 
sen 44-1 bis 44-n gebildet sind, ein NOR-Gatter 60, das 
die Ausgangssignale aller Halteschaltkreisbiocke emp- 
fangt, einen Inverter 61, der das Ausgangssignal des 
NOR-Gatters 60 invertiert, und einen Erfassungsinfor- 
mations-Ausgabeschaltkreis 10 auf. . 

Jeder der Halteschaltkreisbiocke 80 besitzt dieselbe 
Struktur wie der in Fig. 2 gezeigte lnformationserfas- 
sungs-Halteschaltkreis 8. Zum Zeitpunkt, wenn alle ex- 
ternen AdreBsignale an die Halbleiterspeichereinrich- 
tung angelegt worden sind, ist entsprechend nur das 
Ausgangspotential desjenigen Inverters 61 durch das 
Ausgangspotential des Halteschaltkreisblocks 80 auf 
hohem Pegel fixiert, der entsprechend einem benutzten 
Ersatzspeicherzellenfeid gebildet ist. Die fCennlinie des 
Erfassungsinformations-Ausgabeschaltkreises 10 ist nur 
dann auf diejenige eingestellt, die durch die durchgezo- 
gene Linie 2 in Fig. 4 dargestellt ist, wenn ein Ersatz- 
speicherzellenfeid benutzt wind ..■ . . .V. - 

Mit der in Fig. 7 gezeigten Struktur ist es" mdglich, zu 
bestimmen, ob eines der Ersatzspeicherzellenfelder in 
der Halbleiterspeichereinrichtung benutzt wird oder 
nicht, indem man in derselben Weise wie bei den oben 
angefuhrten zwei Ausfuhrungsformen den StromfluB 
am externen AnschluB 23 erfaBt, der mit dem Redund- 
anzerfassungsschaltkreis 22e verbunden ist. 

In alien oben angefuhrten Ausfuhrungsformen ist der 
Erfassungsinformations-Ausgabeschaltkreis in einem 
Redundanzerfassungsschaltkreis so konstruiert, daB 
sich die Starke des Stromflusses in einem externen und 
damit verbundenen AnschluB unterscheidet, je nach- 
dem, ob ein Redundanzschaltkreis benutzt wird oder 
nicht Die Struktur des Erfassungsinformations-Ausga- 
beschaltkreises ist jedoch nicht auf eine solche Struktur 
beschrankt 

Fig. 9 zeigt ein schematisches Diagramm eines Erfas- 
sungsinformations-Ausgabeschaltkreises, der so kon- 
struiert ist, daB sich der an einem externen AnschluB 
erscheinende Potentialpegel unterscheidet, je nachdem, 
ob ein Redundanzschaltkreis benutzt wird oder nicht 
Fig. 9 stellt eine weitere Ausfuhrungsform der Erfin- 
dungdar. 

Wie in Fig. 9 gezeigt ist weist ein Erfassungsinforma- 
tions-Ausgabeschaltkreis 70 ein 2-Eingangs-NAND- 
Gatter 72, das das Ausgangssignal eines (nicht darge- 
stellten) Informationserfassungs-Halteschaltkreises und 
ein vorbestimmtes Taktsignal O empfangt, einen Inver- 
ter 71, der das Ausgangssignal des entsprechenden In- 
formationserfassungs-Halteschaltkreises invertiert ein 
2-Eingangs-NAND-Gatter 73, das das Ausgangssignal 
des Inverters 71 und das oben angeftihrte vorbestimmte 
Taktsignal O als Eingangssignale empfangt. Inverter 74 
und 75, die die Ausgangssignale der NAND-Gatter 72 
bzw. 73 invertiert, und N-Kanal MOS-Transistoren 76 
und 77, die die Ausgangssignale der Inverter 74 bzw. 75 
an ihren Gates empfangen, auf. 

Die Transistoren 76 und 77 sind zwischen der Versor- 
gungsspannung Vcc und Masse GND in Reihe geschal- 
tet und der Verbindungspunkt der Transistoren 76 und 
77 ist mit einem vorbestimmten externen AnschluB 23 
verbunden. 

Das Taktsignal O stellt ein Steuersignal dar, das nur 
dann auf hohen Pegel gebracht wird, wenn gepruft wird, 
ob ein Redundanzschaltkreis benutzt wird oder nicht. 
Sonst ist es auf niedrigem Pegel. Das Taktsignal <D kann 
direkt von auBen zugefuhrt oder in der Halbleiterspei- 
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chereinrichtung erzeugt werden. 

Wenn das Taktsignal O auf hohem Pegel liegt. werden 
die Ausgangspotentiale der NAND-Gatter 72 und 73 
auf niedrigen bzw. hohen Pegel gebracht wenn sich das 
5 Ausgangspotential des entsprechenden Informationser- 
fassungs-Halteschaltkreises auf hohem Pegel befindet 
und sie werden auf hohen bzw. niedrigen Pegel ge- 
bracht wenn das Ausgangspotential des entsprechen- 
den Informationserfassungs-Halteschaltkreises auf 
io niedrigem Pegel liegt. 

Wenn eines der Ersatzspeicherzellenfelder entspre- 
chend dem Redundanzerfassungsschaltkreis benutzt 
wird, der den Erfassungsinformations-Ausgabeschalt- 
kreis 70 enthalt, empfangt der Transistor 76 entspre- 
15 chend ein Potential mit hohem Pegel vom Inverter 74 
und wird in einen durchgeschalteten Zustand gebracht, 
so daB das Versorgungspotential Vcc am externen An- 
schluB 23 erscheint. Wenn jedoch keines der Ersatzspei- 
cherzellenfelder entsprechend dem Redundanzerfas- 
20 sungsschaltkreis benutzt wird. empfangt der Transistor 
: 77 ein Potential mit hohem Pegel vom Inverter 75 und 
wird in einen durchgeschalteten Zustand gebracht so 
daB das Massepotential GND am externen AnschluB 23 
erscheint. 

25 Wenn dieser Erfassungsinformations-Ausgabeschalt- 
kreis 70 anstelle des in den Fig. 2, 6 und 8 gezeigten 
Erfassungsinformations-Ausgabeschaltkreises 10 ver- 
wendet wird, ist es genauer gesagt mdglich, zu ermitteln, 
ob ein Ersatzspeicherzellenfeid entsprechend einem Re- 
30 dundanzerfassungsschaltkreis, der mit einem externen 
AnschluB 23 verbunden ist, benutzt wird oder nicht in- 
dem man das Potential des externen Anschlusses mit 
einem auf hohem Pegel liegenden Taktsignal <t> erfaBt, 
nachdem externe AdreDsignale an die Halbleiterspei- 
35 chereinrichtung angelegt worden sind, die alle normalen 
Speicherzellenzeilen und alle normalen Speicherzellen- 
spalten angeben. 

lnnerhalb einer Zeitspanne, in der das Taktsignal <J> 
auf niedrigem Pegel ist, sind die Ausgangspotentiale der 
40 NAND-Gatter 72 und 73 unabhangig vom Ausgangspo- 
tential des entsprechenden Informationserfassungs- 
Halteschaltkreises beide auf hohem Pegel fixiert. Ent- 
sprechend sind die Ausgangspotentiale der Inverter 74 
und 75 beide auf niedrigem Pegel fest, und als Ergebnis 
45 werden die Transistoren 76 und 77 beide in einen ge- 
sperrten Zustand gebracht Genauer gesagt wird wah- 
rend der Zeit, in der das Taktsignal tf> auf niedrigem 
Pegel liegt, der externe AnschluB 23 elektrisch vom ent- 
sprechenden Redundanzerfassungsschaltkreis getrennt 
50 In Ubereinstimmung mit dieser Ausfuhrungsform un- 
terscheidet sich damit das Potential, das an einem vor- 
bestimmten externen AnschluB erscheint, je nachdem, 
ob ein Redundanzschaltkreis benutzt wird oder nicht so 
daB es unnotig ist, einen Referenzwert wie im Fall der 
55 vorherigen Ausfuhrungsformen zu messen. 

Femer ist es auch unnotig, die gesamte Halbleiter- 
speichereinrichtung durch Zufiihren eines externen Si- 
gnals in einen besonderen Modus zu versetzen, das z. B. 
einen anderen Pegel oder Anderungszeitpunkt als im 
60 normalen Fall aufweist, urn zu priifen, ob ein Redun- 
danzschaltkreis benutzt wird oder nicht Damit ist es 
mdglich, einen solchen Test auf einfache Weise auszu- 
fuhren. 

Ferner ist die vorliegende Erfindung auch auf eine 
65 Halbleiterspeichereinrichtung anwendbar, die nur einen 
Typ eines Ersatzspeicherzellenfeldes aufweist, d. h. eine 
Halbleiterspeichereinrichtung mit nur einem Ersatzzei- 
lendekoder-Aktivierungsschaltkreis oder einem Ersatz- 
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spaltendekoder-Aktivierungsschaltkreis. 

Die vorliegende Erfindung ist besonders dann effek- 
dv, wenn sie z. B. auf ein DRAM (dynamischer Direkt- 
zugriffsspeicher) angewandt wird. 

■ 5 

Patentanspruche 

1. Halbleiterspeichereinrichtung, aufweisend 
ein normales Speicherzellenfeid (3 1- 1 bis 31-n) mit 
einer Mehrzahi von normalen Speicherzellen (MC). io 
ein Ersatzspeicherzellenfeld (32-1 bis 32-n. 33-1 bis 
33-n) mit Ersatzspeicherzellen (SMC), die jeweils 
eine der Mehrzahi normaler Speicherzellen (MC) 
ersetzen konnen, 

eine normale Auswahleinrichtung (25-1 bis 25-n, 15 
42-1 bis 42-n) zum Auswahlen von einer der Mehr- 
zahi normaler Speicherzellen (MC) zum Schreiben 
und Lesen von Daten. 

eine Ersatzauswahleinrichtung (24-1 bis 24-n, 41-1 
bis 41-n) zum Auswahlen von einer der Ersatzspei- 20 
cherzellen (SMC) anstelle-von einer der Mehrzahi 
normaler Speicherzellen (MC), 
eine Steuersignal-Ausgabeeinrichtung (21-1 bis 
21 -n. 44-1 bis 44-n) zum Ausgeben eines Steuersi- 
gnals, das die Ersatzauswahleinrichtung (24-1 bis 25 
24-n, 41-1 bis 41-n) aktiviert und die normale Aus- 
wahleinrichtung (25-1 bis 25-n, 42-1 bis 42-n) deak- 
tiviert, urn das Ersatzspeicherzellenfeld (32-1 bis 
32-n, 33- 1 bis 33-n) zu benutzen, und 
eine elektrische Schaltkreiseinrichtung (22a-l bis 30 
22a-n, 22b- 1 bis 22b-n, 22c, 22d, 22e), die so einge- 
stellt ist, daB sie ein vorbestimmtes elektrisches Si- 
gnal an einen vorbestimmten externen AnschtuB 
(23) in Abhangigkeit vom Steuersignal 
(SREl-SREn.SCEl-SCEn)ausgibL 35 

2. Halbleiterspeichereinrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB die elektrische 
Schaltkreiseinrichtung (22a- 1 bis 22a-n, 22b- 1 bis 
22b-n,22c,22d,22e) 

eine Einrichtung (8, 80), die vom Steuersignal 40 
(SREl-SREn, SCEl-SCEn) abhangig ist, zum 
Halten eines Signals auf einem vorbestimmten Lo- 
gikpegel, und 

eine Einrichtung (10, 70), die vom Signal auf dem 
vorbestimmten Logikpegel abhangig ist; das von 45 
der Halteeinrichtung (8. 80) gehalten wird, zum 
Ausgeben des vorbestimmten elektrischen Signals 
an den vorbestimmten externen AnschluB (23) auf- 
weist. 

3. Halbleiterspeichereinrichtung nach Anspruch 2, 50 
dadurch gekennzeichnet. daB die Ausgabeeinrich- 
tung (10, 70) eine Stromerzeugungseinrichtung (2), 
die vom Anlegen eines vorbestimmten Potentials 

an den vorbestimmten externen AnschluB (23) ab- 
hangig ist, zum Erzeugen eines Stroms.der zwi- 55 
' schen dem vorbestimmten externen Anschlufl-(23) 
und der Ausgabeeinrichtung (10) flieBt, und eine 
StromvergroBerungseinrichtung (3, 5), die vom Si- 
gnal auf dem vorbestimmten Logikpegel abhangig 
ist, das von der Halteeinrichtung (8) gehalten wird, 60 
zum Vergroflem des Stroms aufweist. 

4. Halbleiterspeichereinrichtung nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Stromerzeu- 
gungseinrichtung (2) eine erste Elektrikpfad-Bil- 
dungseinrichtung (2) aufweist, die vom Anlegen des 65 
vorbestimmten Potentials an den vorbestimmten 
externen AnschluB (23) abhangig ist, zum Bilden 
eines ersten elektrischen Pfads (2) zwischen dem 
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vorbestimmten externen AnschluB (23) und einer 
vorbestimmten Potentialquelle (GND). und daB die 
StromvergraBerungseinrichtung (3, 5) eine zweite 
Elektrikpfad-Bildungseinrichtung (3, 5) aufweist. 
die vom Signal auf dem vorbestimmten Logikpegel, 
das in der Halteeinrichtung (8) gehalten wird, und 
dem Anlegen des vorbestimmten Potentials an den 
vorbestimmten externen AnschluB (23) abhangig 
ist. zum Bilden eines zweiten elektrischen Pfads (3, 
5) zwischen -dem vorbestimmten externen An- 
schluB (23) und der vorbestimmten Potentialquelle 
(GND). 

5. Halbleiterspeichereinrichtung nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die erste Elek- 
trikpfad-Bildungseinrichtung (2) ein erstes Feldef- 
fekt-Halbleiterelement (2) aufweist, mil einem er- 
sten LeitungsanschluB, der mit dem vorbestimmten 
externen AnschluB (23) verbunden ist. einem zwei- 
ten LeitungsanschluB, der mit der vorbestimmten 
Potentialquelle (GND) verbunden ist, und einem 
SteueranschluB, der mit der vorbestimmten Poten- 
tialquelle (GND) verbunden ist. 

6. Halbleiterspeichereinrichtung nach Anspruch 4 
oder 5, dadurch gekennzeichnet, daB 

die zweite Elektrikpfad-Bildungseinrichtung (3, 5) 
ein zweites Feldeffekt-Halbleiterelement (3) mit ei- 
nem ersten LeitungsanschluB, der mit dem vorbe- 
stimmten externen AnschluB (23) verbunden ist. ei- 
nem zweiten LeitungsanschluB und einem Steuer- 
anschluB, der mit dem zweiten LeitungsanschluB 
verbunden ist, und 

ein drittes Feldeffekt-Halbleiterelement (5) mit ei- 
nem ersten LeitungsanschluB, der mit dem zweiten 
LeitungsanschluB des zweiten Feldeffekt-Halblei- 
terelements (3) verbunden ist, einem zweiten Lei- 
tungsanschluB, der mit der vorbestimmten Potenti- 
alquelle (GND) verbunden ist, und einem Steueran- 
schluB zum Empfangen des Signals, das in der Hal- 
teeinrichtung (8) gehalten wird. aufweist 

7. Halbleiterspeichereinrichtung nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Polaritat des vor- 
bestimmten Potentials negativ, das Potential der 
vorbestimmten Potentialquelle (GND) ein Masse- 
potential (OV) und die Polaritat des ersten Feldef- 
fekt-Halbleiterelements (2) vom N-Typ ist. 

8. Halbleiterspeichereinrichtung nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Polaritat des vor- 
bestimmten Potentials negativ, das Potential der 
vorbestimmten Potentialquelle (GND) ein Masse- 
potential (OV), der vorbestimmte Logikpegel ein 
hoher Peget und die Polaritat des zweiten und drit- 
ten Feldeffekt-Halbleiterelements (3, 5) vom N-Typ 
ist. •>-■■■ 

9. Halbleiterspeichereinrichtung nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Ausgabeeinrich- 
tung (10, 70) eine Anlegepotential-Umschaltein- 
richtung (70) aufweist, zum Anlegen eines ersten 
Logikpegels an den vorbestimmten externen An- 
schluB (23). wenn das in der Halteeinrichtung (8) 
gehaltene Signal ein Signal auf dem vorbestimmten 
Logikpegel ist, und zum Anlegen eines Potentials 
auf einem zweiten Logikpegel an den vorbestimm- 
ten externen AnschluB (23), wenn das gehaltene 
Signal ein Signal auf einem anderen Pegel ist. 

10. Halbleiterspeichereinrichtung nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Anlegepotential- 
Umschalteinrichtung (70) eine erste Schaiteinrich- 
tung (76), die zwischen ein Potential auf dem ersten 
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Logikpegel und den vorbestimmten externen An- 
schluB (23) geschaltet ist t eine zweite Schalteinrich- 
tung (77), die zwischen ein Potential auf dem zwei- 
ten Logikpegel und den vorbestimmten externen 
AnschluO (23) geschaltet ist, und eine Steuereinrich- 5 
tung(71 — 73) aufweist, die vom Signal abhangig ist, 
das in der Halteeinrichtung (8) gehalten wird, zum 
Steuern der ersten und zweiten Schalteinrichtung. 

11. Halbieiterspeichereinrichtung nach Anspruch 

1 0, dadurch gekennzeichnet, daB die Steuereinrich- 10 
tung (71 — 73) vom Signal auf dem vorbestimmten 
Logikpegel abhangig ist, das in der Halteeinrich- 
tung (8) gehalten wird, zum Durchschalten der er- 
sten Schalteinrichtung (76) und zum Sperren der 
zweiten Schalteinrichtung (77). 15 

12. Halbieiterspeichereinrichtung nach Anspruch 
1 K dadurch gekennzeichnet, daB die Steuereinrich- 
tung (71 — 73) in Abhangigkeit von einem vorbe- 
stimmten Aktivierungssignal (0) aktiviert wird. 

13. Halbieiterspeichereinrichtung nach Anspruch 20 

12, dadurch gekennzeichnet daB die Steuereinrich* 
tung (71 — 73) eine erste Logikschaltkreiseinrich- 
tung (72, 74) zum Bilden eines logischen Produktsi- 
gnals aus dem Signal, das in der Halteeinrichtung 
(8) gehalten wird, und dem vorbestimmten Aktivie- 25 
rungssignal (<X>), eine Invertereinrichtung (71) zum 
invertieren des Signals, das in der Halteeinrichtung 
(8) gehalten wird, und eine zweite Logikschaltkreis- 
einrichtung(73, 75) zum Bilden eines logischen Pro- 
duktsignals aus dem Signal, das von der Inverter- 30 
einrichtung (71) invertiert wird, und dem vorbe- 
stimmten Aktivierungssignal (<D), aufweist, wobei 
die erste Schalteinrichtung (76) vom Signal gesteu- 
ert wird. das von der ersten Logikschaltkreisein- 
richtung (72, 74) gebildet wird, und die zweite 35 
Schalteinrichtung (77) vom Signal gesteuert wird, 
das von der zweiten Logikschaltkreiseinrichtung 
(73, 75) gebildet wird 

14. Halbieiterspeichereinrichtung nach Anspruch. 

13, dadurch gekennzeichnet, daB 40 
die erste Schalteinrichtung (76) ein erstes Feldef- 
fekt-Halbleiterelement (76) aufweist, mil einem er- 
sten LeitungsanschluB zum Empfangen eines Po- 
tentials auf dem ersten Logikpegel, einem zweiten 
LeitungsanschluB, der mit dem vorbestimmten ex- 45 
ternen AnschluB (23) verbunden ist, und einem 
SteueranschluB, der das Signal empfangt, das von 
der ersten Logikschaltkreiseinrichtung (72, 74) ge- 
bildet wird, und daB 

die zweite Schalteinrichtung (77) ein zweites Feld- 50 
effekt-Halbleiterelement (77) aufweist, mit einem 
ersten LeitungsanschluB zum Empfangen eines Po- 
tentials auf dem zweiten Logikpegel, einem zwei- 
ten LeitungsanschluB, der mit dem vorbestimmten 
externen AnschluB (23) verbunden ist, und einem 55 
SteueranschluB, der das Signal empfangt, das von 
der zweiten Logikschaltkreiseinrichtung (73, 75) 
gebildet wird. 

15. Halbieiterspeichereinrichtung nach Anspruch 

14, dadurch gekennzeichnet, daB der erste Logikpe- 60 
gel ein hoher Pegel. der zweite Logikpegel ein nied- 
riger Pegel und die Polaritat des ersten und zweiten 
Feldeffekt-Halbleiterelements vom N-Typ isL 

1'6. fit rr^iterspetch^ nach Anspruch 

15, dadurch gekennzeichnet, daB die erste und 65 
zweite Logikschaltkreiseinrichtung (72 — 75) je- 
weils ein 2-Eingangs-NAND-Gatter(72, 73) und ei- 
nen Inverter (74, 75) zum Invertieren des Aus- 
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gangssignals des NAND-Gatters (72, 73) aufweist. 
17. Halbieiterspeichereinrichtung nach Anspruch 2. 
dadurch gekennzeichnet, daB die Halteeinrichtung 
(8) einen ersten Knoten (Nl) zum Empfangen eines 
Ausgangssignals der Steuersignal-Ausgabeeinrich- 
tung (21-1 bis 21-n, 44-1 bis 44-n), einen zweiten 
Knoten (N4), einen dritten Knoten (N3), eine Steu- 
ersignal-Erfassungseinrichtung (6) zum Anlegen ei- 
nes Signals auf dem vorbestimmten Logikpegel an 
den zweiten Knoten N4, wenn das Potential von 
mindestens dem ersten Knoten (N 1 ) oder dem drit- 
ten Knoten (N3) denselben Pegel besitzt wie der 
Pegel des Steuersignals (SREl-SREa 
SCE1— SCEn), und eine Fixierungseinrichtung (7), 
die davon abhangig ist, daB das Potential des zwei- 
ten Knotens (N4) den vorbestimmten Logikpegel 
erreicht, zum Fixieren des Potentials des dritten 
Knotens (N3) auf demselben Pegel wie der Pegel 
des Steuersignals (SREl-SREn, SCEl-SCEn) 
aufweist. 

18. Halbieiterspeichereinrichtung nach Anspruch 
1 7; dadurch gekennzeichnet, daB die Steuersignal- 
Erfassungseinrichtung (6) eine erste Logikschalt- 
kreiseinrichtung (6, 11) zum Bilden eines logischen 
Produktsignals aus dem Potential des ersten Kno- 
tens und dem Potential des dritten Knotens auf- 
weist, und daB die Fixierungseinrichtung (7) eine 
zweite Logikschaltkreiseinrichtung (7) zum Bilden 
eines logischen Produktsignals aus dem Potential 
des zweiten Knotens (N4) und dem Potential auf 
dem vorbestimmten Logikpegel aufweist. 

19. Halbieiterspeichereinrichtung nach Anspruch 
17 oder 18, gekennzeichnet durch eine Ruckstell- 
einrichtung (300) zum Riickstelien des Potentials 
des zweiten Knotens auf einen Logikpegel, der dem 
vorbestimmten Logikpegel entgegengesetzt ist, 
wenn die Halbieiterspeichereinrichtung zu arbeiten 
beginnt. 

20. Halbieiterspeichereinrichtung, aufweisend 

ein normales Speicherzellenfeld (31-1 bis 31 -n) mit 
einer Mehrzahl von normalen Speicherzellen (MC), 
die in einer Mehrzahl von Zeilen und Spalten ange- 
ordnet sind, 

ein erstes Ersatzspeicherzellenfeld (33-1 bis 33-n) 
mit ersten Ersatzspeicherzellen (SMC), die die 
Speicherzellen in einer der Mehrzahl von Zeilen 
ersetzen konnen, 

ein zweites Ersatzspeicherzellenfeld (32-1 bis32-n) 
mit zweiten Ersatzspeicherzellen (SMC), die die 
. normalen Speicherzellen (MC) in einer der Mehr- 
zahl von Spalten ersetzen konnen, • 
eine erste normale Auswahieinrichtung (25-1 bis 
25-n) zum Auswahlen von einer der normalen Spei- 
cherzellen (MC), die in einer der Mehrzahl von Zei- 
len angeordnet sind, zum Schreiben und Lesen von 
Daten, 

eine zweite normale Auswahlschaltung (42-1 bis 
42-n) zum Auswahlen von einer der normalen Spei- 
cherzellen (MC), die in einer der Mehrzahl von 
Spalten angeordnet sind, zum Schreiben und Lesen 
von Daten, 

eine erste Ersatzauswahleinrichtung (24-1 bis24-n) 
zum Aqswahlen von^einer der ersten Ersatzspei- 
cherzellen (SMC) anstelle von einer der Mehrzahl 
normaler Speicherzellen (MC). 
eine zweite Ersatzauswahleinrichtung (41-1 bis 
41-n) zum Auswahlen von einer der zweiten Ersatz- 
speicherzellen (SMC) anstelle von einer der Mehr- 
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zahl normaier Speicherzeilen (MC), 
eine erste Steuersignal-Ausgabeeinrichiung (21-1 
bis 21-n) zum Ausgeben eines ersten Steuersignals 
(SREl— SREn), das die erste Ersatzauswahleinrich- 
tung (24-1 bis 24-n) aktiviert und die erste normale 5 
Auswahleinrichtung (25*1 bis 25-n)deaktiviert, urn 
das erste Ersatzspeicherzellenfeld (33- 1 bis 33-n) zu 
benutzen. 

eine zweite Steuersignal-Ausgabeeinrichtung (44-1 
bis 44-n) zum Ausgeben eines zweiten Steuersi* 10 
gnals (SCE1— SCEn), das die zweite Ersatzaus- 
wahleinrichtung (41-1 bis 41 -n) aktiviert und die 
zweite normale Auswahleinrichtung (42-1 bis 42-n) 
deaktiviert, urn das zweite Ersatzspeicherzellenfeld 
(32-1 bis 32-n)zu benutzen, 15 
eine erste elektrische Schahkreiseinrichtung (22a- 1 
bis 22a -n, 22c), die so eingestellt ist, daO sie ein 
bestimmtes erstes elektrisches Signal an einen er- 
sten externen AnschluB (23) in Abhangigkeit vom 
ersten Steuersignal (SREl — SREn) ausgibt, und 20 
eine ?weite elektrische Schaltkreiseinrichtung 
(22b- 1 bis 22b-n, 22d), die so eingestellt ist, daB sie 
ein bestimmtes zweites elektrisches Signal an einen 
zweiten externen AnschluB (23) in Abhangigkeit 
vom zweiten Steuersignal (SCE1 -SCEn) ausgibt. 25 
21. Halbleiterspeichereinrichtung nach Anspruch 
20, dadurch gekennzeichnet, daB die erste elektri- 
sche Schaltkreiseinrichtung (22a- 1 bis 22a-n), 
eine erste Halteeinrichtung (80), die vom ersten 
Steuersignal (SREl — SREn) abhangig ist, zum Hal- 30 
ten eines Signals auf einem vorbestimmten Logik- 
pegel, und 

eine erste Ausgabeeinrichtung (10) ", die von einem 
Signal auf dem vorbestimmten Logikpegel abhan- 
gig ist, das in der ersten Halteeinrichtung (80) ge- 35 
halten wird. zum Ausgeben des ersten vorbestimm- 
ten elektrischen Signals an den ersten externen An- 
schluB (23) aufweist, und daB 
die zweite elektrische Schaltkreiseinrichtung 
(22b- 1 bis 22b-n) eine zweite Halteeinrichtung (80), 40 
die vom zweiten Steuersignal (SCE1— SCEn) ab- 
hangig ist, zum Halten eines Signals auf einem vor- 
bestimmten Logikpegel, und 
eine zweite Ausgabeeinrichtung (10), die vom Si- 
gnal auf dem vorbestimmten Logikpegel abhangig 45 
ist, das in der zweiten Halteeinrichtung (80) gehal- 
ten wird, zum Ausgeben des zweiten vorbestimm- 
ten elektrischen Signals an den zweiten externen 
AnschluB (23) aufweist. 

' 22. Halbleiterspeichereinrichtung, aufweisend 50 
ein normales Speicherzellenfeld (3t-l bis 31-n) mit 
einer Mehrzahl von normalen Speicherzeilen (MC), 
die in einer Mehrzahl von Zeilen und Spalten ange- 
ord net sind, 

ein erstes Ersatzspeicherzellenfeld (33-1 bis 33-n) 55 
mit ersten Ersatzspeicherzellen (SMC), die die 
Speicherzeilen in einer der Mehrzahl von Zeilen 
ersetzen konnen, 

ein zweites Ersatzspeicherzellenfeld (32-1 bis 32-n) 
mit zweiten Ersatzspeicherzellen (SMC), die die eo 
normalen Speicherzeilen (MC) in einer der Mehr- 
zahl von Spalten ersetzen konnen, 
eine erste normale Auswahleinrichtung (25-1 bis 
25-n) zum Auswahlen der normalen Speicherzeilen 
(MC), die in einer der Mehrzahl von Zeilen ange- 65 
ordnet sind, zum Schreiben und Lesen von Daten, 
eine zweite normale Auswahlschaltung (42-1 bis 
42-n) zum Auswahlen der normalen Speicherzeilen 
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(MC), die in einer der Mehrzahl von Spalten ange* 
ordnet sind. zum Schreiben und Lesen von Daten. 
eine erste Ersatzauswahleinrichtung (24- 1 bis 24-n) 
zum Auswahlen von einer der ersten Ersatzspei- 
cherzellen (SMC) anstelle von einer der Mehrzahl 
normaier Speicherzeilen (MC). 
eine zweite Ersatzauswahleinrichtung (41-1 bis 
41-n) zum Auswahlen von einer der zweiten Ersatz- 
speicherzellen (SMC) anstelle von einer der Mehr- 
zahl normaier Speicherzeilen (MC), 
eine erste Steuersignal-Ausgabeeinrichtung (2t-l 
bis 21-n) zum Ausgeben eines ersten Steuersignals 
(SREl — SREn), das die erste Ersatzauswahleinrich- 
tung (24-1 bis 24-n) aktiviert und die erste normale 
Auswahleinrichtung (25-1 bis 25-n) deaktiviert, urn 
das erste Ersatzspeicherzellenfeld (33-1 bis 33-n) zu 
benutzen, 

eine zweite Steuersignal- Ausgabeeinrichtung (44-1 
bis 44-n) zum Ausgeben eines zweiten Steuersi- 
gnals (SCE1— SCEn), das die zweite Ersatzaus- 
wahleinrichtung (41-1 bis 41-n) aktiviert und die 
zweite normale Auswahleinrichtung (42-1 bis 42-n) 
deaktiviert, urn das zweite Ersatzspeicherzellenfeld 
(32- 1 bis 32-n) zu benutzen, und 
eine elektrische Schaltkreiseinrichtung (22e), die so 
eingestellt ist, daB sie ein bestimmtes erstes elektri- 
sches Signal an einen ersten externen AnschluB (23) 
in Abhangigkeit vom ersten Steuersignal 
(SREl— SREn) und zweiten Steuersignal 
(SCE1 —SCEn) ausgibt. 

23. Halbleiterspeichereinrichtung nach Anspruch 
22, dadurch gekennzeichnet, daB die elektrische 
Schaltkreiseinrichtung (22e) eine erste Halteein- 
richtung (80), die vom ersten Steuersignal 
(SREl— SREn) abhangig ist, zum Halten eines Si- 
gnals auf einem vorbestimmten Logikpegel. 

eine zweite Halteeinrichtung (80), die vom zweiten 
Steuersignal (SCE1— SCEn) abhangig ist, zum Hal- 
ten eines Signals auf einem vorbestimmten Logik- 
pegel, 

eine Erfassungseinrichtung (60) zum Erfassen, daB 
mindestens eines der Signale, die in der ersten Hal- 
teeinrichtung (80) urid der zweiten Halteeinrich- 
tung (80) gehalten werden. ein Signal auf dem vor- 
bestimmten Logikpegel darstellt, und 
eine Ausgabeeinrichtung (10), die von einem Erfas- 
sungsausgangssignal der Erfassungseinrichtung 
(60) abhangig ist, zum Ausgeben des vorbestimm- 
ten elektrischen Signals an den vorbestimmten ex- 
ternen AnschluB (23) aufweist. , 

24. Verfahren zum Bestimmen, ob ein Ersatzspei- 
cherzellenfeld (32-1 bis 32-n, 33-1 bis 33-n) benutzt 
wird oder hicht, aus einem Signal, das einem exter- 
nen AnschluB (23) in einer Halbleiterspeicherein- 
richtung zugefiihrt wird, die ein normales Speicher- 
zellenfeld (31-1 bis 31-n) mit einer Mehrzahl von 
normalen Speicherzeilen (MC), das Ersatzspeicher- 
zellenfeld (32-1 bis 32-n, 33-1 bis 33-n) mit Ersatz- 
speicherzellen (SMC), die jeweils eine der Mehr- 
zahl normaier Speicherzeilen (MC) ersetzen kon- 
nen, den externen AnschluB (23), eine normale Aus- 
wahleinrichtung (25-1 bis 25-n. 42-1 bis 42-n) zum 
Auswahlen von einer der Mehrzahl normaier Spei- 
cherzeilen (MC) zum Schreiben und Lesen von Da- 
ten, eine Ersatzauswahleinrichtung (24-1 bis 24-n, 
41-1 bis 41-n) zum Auswahlen von einer der Ersatz- 
speicherzellen (SMC) anstelle von einer der Mehr- 
zahl normaier Speicherzeilen (MC), und eine elek- 
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trische Schaltkreiseinrichtung (22a* 1 bis 22a-n. 
22b- 1 bis 22b-n, 22c, 22d, 22e) zum Ausgeben eines 
bestimmten elektrischen Signals, das angibt, daB 
das Ersatzspeicherzellenfeld (32-1 bis 32-n, 33-1 bis 
33-n) benutzi wird, aufweist, gekennzeichnet durch 5 
dieSchritte: 

Erzeugen eines Steuersignals (SRE1— SREn. 
SCEl— SCEn), das die Ersatzauswahleinrichtung 
(24-1 bis 24-n, 41- 1 bis 41 -n) aktiviert und die nor- 
male Auswahleinrichtung deaktiviert, urn das Er- 10 
satzspeicherzeilenfeld (32-1 bis 32-n, 33-1 bis 33-n) 
zu benutzen, und 

Betreiben der elektrischen Schaltkreiseinrichtung 
in Abhangigkeit vom Steuersignal. 

15 
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